
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 

ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 
«СОГЛАСОВАНО»                 «УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель ОП Заведующий кафедрой информационных   сис-

тем управления 

  

_________________  Сухомлинов А. И. 
               подпись                          ФИО 

________________ Сухомлинов А.И. 
   подпись                ФИО 

 «21» июня 2019 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАДИСЦИПЛИНЫ 

Электроника 
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Прикладная информатика в управлении предприятием 

Форма подготовки очная 

 
 

курс 2семестр 3 

лекции 16 час. 

практические занятия     час. 

лабораторные работы – 36 час. 

в том числе с использованием МАО лек. 0 /пр. 0час./лаб. 18 

всего часов аудиторной нагрузки 52 час. 

в том числе с использованием МАО 18 час. 

самостоятельная работа 56  час. 

в том числе на подготовку к экзамену 36 час. 

контрольные работы (количество) – не предусмотрено учебным планом 

курсовая работа–  не предусмотрено учебным планом 

зачет – не предусмотрено учебным планом 

экзамен 3 семестр 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика ут-

вержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. №  922  

 

Рабочая учебная программа обсуждена на заседании кафедры информационных систем управле-

ния,  протокол № 6 от «21» июня 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой информационных систем управления Сухомлинов А.И. 

Составитель (ли): к.т.н., доцент Ю.И. Галочкин 

 

 

 
Владивосток 

2019  



I. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:  

Протокол от «_____» _________________ 20___ г.  № ______ 

Заведующий кафедрой _______________________   _____________ 

                                                          (подпись)             (И.О. Фамилия) 

 

II. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:  

Протокол от «_____» _________________ 20___ г.  № ______ 

Заведующий кафедрой _______________________   _____________ 

                                                          (подпись)             (И.О. Фамилия) 

 

III. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:  

Протокол от «_____» _________________ 20___ г.  № ______ 

Заведующий кафедрой _______________________   _____________ 

                                                          (подпись)             (И.О. Фамилия) 

 

 

IV. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:  

Протокол от «_____» _________________ 20___ г.  № ______ 

Заведующий кафедрой _______________________   _____________ 

                                                          (подпись)             (И.О. Фамилия) 
 

 

 

 

  



1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: знакомство студентов с основными физическими понятиями и 

процессами, протекающими в современных элементах электронной техники 

– активных полупроводниковых и электронных приборах, всякого рода пре-

образователях и пассивных элементах. В результате студенты должны знать, 

чем определяются, от чего зависят и в каких пределах могут изменяться па-

раметры и характеристики элементной базы современных устройств элек-

тронной техники. 

Задачи. 

Научить: 

 использовать электронные приборы в основных устройствах 

электроники 

 рассчитывать и определять характеристики параметров элек-

тронных приборов 

Для успешного изучения дисциплины "Электроника" у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:     

УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач, 

ОПК-1Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования в профессиональной деятельности, ПК-16 - го-

товностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формиру-

ются следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций). 

Задача про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Объект 

или об-

ласть 

знания 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компетен-

ции 

Код и наимено-

вание индика-

тора достиже-

ния профессио-

нальной ком-

петенции 

Основание 

(ПС, анализ 

иных требо-

ваний, 

предъявляе-

мых к выпу-

скникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Проведение 

работ по из-

готовлению 

компонентов 

информаци-

онных систем 

Приклад-

ные и 

инфор-

мацион-

ные про-

цессы 

ПК-4. Способ-

ность изготав-

ливать компо-

ненты инфор-

мационных 

систем, вклю-

ПК-4.1.  

знает програм-

мирование и 

технологию про-

граммирования, 

системы баз 

Анализ иных 

требований 

Определено 

самостоятель-

но 



в виде специ-

фикаций  про-

граммного 

обеспечения. 

Определение 

и установка 

параметров 

для исполь-

зуемых про-

граммных па-

кетов. 

Проведение 

работ по ин-

сталляции 

программного 

обеспечения 

информаци-

онных систем 

и загрузке ба-

зы данных. 

Разработка 

технической 

документации 

и руководств 

для пользова-

телей.   

Контроль ка-

чества систем, 

включая  тес-

тирование 

компонентов 

ИС по задан-

ным сценари-

ям. 

Начальное 

обучение и 

консультиро-

вание пользо-

вателей по 

вопросам экс-

плуатации 

информаци-

онных систем. 

Осуществле-

ние техниче-

Инфор-

мацион-

ные сис-

темы 

Инфор-

мацион-

ные тех-

нологии 

чая программ-

ные комплек-

сы,  базы дан-

ных и интер-

фейсы "человек 

- электронно-

вычислитель-

ная машина",  

использовать 

современные 

инструмен-

тальные сред-

ства разработ-

ки, и про-

граммно-

технологиче-

ские платфор-

мы информа-

ционных сис-

тем  

данных, методы, 

формализмы и 

стандарты пред-

ставления диа-

логов и экран-

ных форм ин-

терфейсов «че-

ловек – ЭВМ», 

инструменталь-

ные средства 

разработки и 

программно-

технологические 

платформы ин-

формационных 

систем.  

ПК-4.2.  

умеет изготав-

ливать специфи-

кации про-

граммного обес-

печения, опре-

делять и уста-

навливать пара-

метры исполь-

зуемых про-

граммных паке-

тов, контроли-

ровать качество, 

создаваемого 

программного 

обеспечения, 

создавать базы 

данных по про-

граммным спе-

цификациям, 

инсталлировать 

программное 

обеспечение и 

осуществлять 

загрузку баз 

данных, осуще-

ствлять разра-

ботку техниче-

ской документа-



ского сопро-

вождения ин-

формацион-

ных систем в 

процессе ее 

эксплуатации. 

ции, проводить 

начальное обу-

чение и кон-

сультирование 

пользователей. 

ПК-4.3.  

владеет систем-

ными и при-

кладными про-

граммно-

технологиче-

скими платфор-

мами, стандар-

тами визуально-

го представле-

ния команд и 

бизнес - инфор-

мации, инстру-

ментальными 

средствами раз-

работки инфор-

мационных сис-

тем и програм-

мирования. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Участие в 

проведении 

переговоров с 

заказчиком и 

презентация 

проектов. 

Участие в ко-

ординации 

работ по соз-

данию, адап-

тации и со-

провождению 

информаци-

онной систе-

мы. 

Участие в ор-

ганизации ра-

бот по управ-

лению проек-

Приклад-

ные и 

инфор-

мацион-

ные про-

цессы 

Инфор-

мацион-

ные сис-

темы 

Инфор-

мацион-

ные тех-

нологии 

ПК-5. Способ-

ность выпол-

нять работы и 

управлять ра-

ботами по соз-

данию (моди-

фикации) и со-

провождению 

ИС, автомати-

зирующих за-

дачи организа-

ционного 

управления и 

бизнес-

процессы  

ПК-5.1.  

знает фазы жиз-

ненного цикла и 

методологии 

разработки ав-

томатизирован-

ных систем;  ос-

новные принци-

пы  планирова-

ния, организа-

ции и управле-

ния проектами в 

области автома-

тизации админи-

стративно-

организационно-

го управления    

ПК-5.2.  

умеет осуществ-

ПС 06.015 

Специалист 

по информа-

ционным сис-

темам 



тами инфор-

мационных 

систем. 

 Взаимодей-

ствие с заказ-

чиком в про-

цессе реали-

зации проек-

та. 

Участие в 

управлении 

техническим 

сопровожде-

нием инфор-

мационной 

системы в 

процессе ее 

эксплуатации 

лять организа-

цию, нормиро-

вание,  распре-

деление и от-

слеживание хода 

выполнения  

этапов работ и  

проекта в целом;  

ПК-5.3.  

владеет навыка-

ми администра-

тивно-

организационно-

го взаимодейст-

вия  во внутрен-

ней и внешней 

среде; методами 

и  средствами 

автоматизации 

управления про-

ектами в зави-

симости от типа 

применяемой 

методологии 

разработки  

 

  



I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

(18ЧАСОВ) 

 

Тема 1. Элементная база современной электроники, предшествую-

щие поколения электронных элементов, цели и задачи курса «Электро-

ника». (0.5часа) 

 

Тема 2. Кристаллическая решётка, решетка Бравэ, решётка с бази-

сом, индексы Миллера. Ионные, ковалентные металлические и молеку-

лярные кристаллы. Точечные дефекты, краевые и винтовые дислока-

ции, поверхностные дефекты (0.5 часа) 

 

Тема3. Энергетические уровни электрона в изолированном атоме. 

обобществление электронов в кристалле. Движение электрона в кри-

сталле под действием внешней силы. деление тел на металлы, диэлек-

трики и полупроводники. собственные полупроводники, понятие о дыр-

ках локальные уровни в запрещённой зоне (1 час) 

 

Тема 4. Зонные диаграммы. Генерация и рекомбинация носителей 

зарядов. равновесные концентрации носителей заряда. Статистика 

электронов и дырок в полупроводниках, статистика электронов в ме-

таллах. Подвижность свободных носителей заряда. Электропроводность 

полупроводников и металлов. явление сверхпроводимости. (1 час) 

 

Тема 5. Зонные диаграммы контакта полупроводник-

полупроводник (электронно-дырочный переход). Диффузионный и 

дрейфовый токи в переходе. Математическая модель идеализированного 

перехода. Инерционные свойства перехода. Барьерная и диффузионная 

ёмкости. Физические процессы в переходах полупроводников с различ-

ной шириной запрещённой зоны (гетеропереходы). Переход металл-



полупроводник (работа выхода, термоэлектронная эмиссия, контактная 

разность потенциалов). (1 час) 

 

Тема 6. Полупроводниковые диоды. Выпрямительные диоды, ВАХ 

диода, рабочие и предельные параметры диода, ключевые и частотные 

свойства диода. (1час) 

 

Тема 7. Полупроводниковые диоды. Стабилитроны, импульсные, 

туннельные, обращённые диоды, свето- и фотодиоды, их параметры и 

области применения, ВАХ.  Статические и динамические модели полу-

проводниковых диодов. (1 час) 

 

Тема 8. Многопереходные структуры – транзисторы и тиристоры. 

Приборы с S – образной характеристикой. Генерация и рекомбинация 

носителей заряда. Равновесные концентрации носителей заряда, распре-

деление по энергии, влияние поверхностных состояний. (1 час) 

 

Тема 9. Фотоэлектрические явления в полупроводниках и перехо-

дах. Фотопроводимость и фотогальванический эффект. Излучение света 

полупроводниками.  Акустоэлектронные явления. Эффект Ганна. Тер-

моэлектрические явления (эффект Пельтье и Зеебека). Гальваномагнит-

ный эффект Холла. Эффект внешнего поля. Природа контактной разно-

сти потенциалов, работа выхода, зонные диаграммы контактов металл – 

полупроводник.(1.5 часа) 

 

Тема 10. Биполярные и полевые транзисторы. Принцип действия, 

режимы работы и разновидности БПТ. Основные схемы включения 

БПТ, частотные и ключевые свойства. (1 час) 

 



Тема11.Биполярные и полевые транзисторыОсновные схемы 

включения БПТ, частотные и ключевые свойства.Статические характе-

ристики в собственных, h- и y-параметрах, статические и динамические 

модели БПТ. (1 час) 

 

Тема 12. Биполярные и полевые транзисторы. Полевые транзисто-

ры с управляющим переходом, с изолированным затвором, с встроен-

ным и индуцированным каналами. (1 час) 

 

Тема13. Биполярные и полевые транзисторы. Принцип действия, 

схемы включения, и характеристики ПТ, усилительный и ключевой ре-

жимы работы, частотные свойства. (1 час) 

 

Тема 14. Цифровые микросхемы. Основные логические функции. 

Логические элементы, их статические характеристики и параметры. Се-

рии ЛЭ, базовые элементы ТТЛ, ЭСЛ, ИИЛ, МОП серий, их сравни-

тельные параметры и особенности. Применение ЛЭ для построения ге-

нераторов, одновибраторов, формирователей. (1 час) 

 

Тема 15. Аналоговые микросхемы. Операционные усилители – 

структурные схемы, основные параметры и характеристики, разновид-

ности, применение. (1 час) 

 

Тема 16. Аналоговые микросхемы. Аналоговые компараторы на-

пряжения, перемножители, коммутаторы. (1 час) 

 

Тема 17.Эмиссия электронов, виды эмиссии, термоэлектронная 

эмиссия. Распределение потенциалов в плоском диоде. Закон степени 

трёх вторых. Физические процессы в трёхэлектродной лампе, распреде-



ление катодного тока, действующие напряжения и закон степени трёх 

вторых. (1.5 часа) 

 

Тема 18.Электрический разряд в газах. Тлеющий разряд. Газораз-

рядные приборы. Характеристики и параметры стабилитронов, элек-

троннолучевых трубок, плазменных панелей. (1 час) 

 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

Лабораторные работы (36 часов) 

В результате выполнения работ каждый из студентов самостоятельно 

готовит отчет по проделанной работе и защищает его путем ответов на кон-

трольные вопросы. 

Лабораторная работа №1. Определение параметров диодов по статиче-

ским характеристикам (2 часа) 

Лабораторная работа №2. Нагрузочные и внешние характеристики вы-

прямителей на диоде (2 часа) 

Лабораторная работа №3. Расчёт параметров биполярных транзисто-

ров. Способы задания рабочей точки (2 часа) 

Лабораторная работа №4.Параметры полевых транзисторов, расчёт па-

раметров цепей обратной связи (2 часа) 

Лабораторная работа №5. Расчёт цепей усилительных каскадов на ва-

куумных триодах и пентодах (2 часа) 

Лабораторная работа №6 Исследование статических характеристик по-

лупроводниковых диодов (3 часа) 

Лабораторная работа №7 Применение полупроводниковых диодов (3 

часа) 

Лабораторная работа №8Статические характеристики биполярных 

транзисторов (3 часа) 

Лабораторная работа №9Исследование полевых транзисторов (4 часа) 



Лабораторная работа №10 Параметры операционных усилителей (3 ча-

са) 

Лабораторная работа №11 Применение операционных усилителей (4 

часа) 

Лабораторная работа №12 Характеристики логических элементов (3 

часа) 

Лабораторная работа №13 Применение логических элементов (3 часа) 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

– Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине «Электроника» представлено в Приложении 1 и 

включает в себя: 

– план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в 

том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

– характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

– требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

– критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельно-

сти, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2. 

 

 



№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

/ темы дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 

Элементная база совре-

менной электроники. 

Кристаллическая решётка. 

Ионные, ковалентные ме-

таллические и молекуляр-

ные кристаллы, дефекты. 

Элемены зонной теории 

твердого тела,  

Энергетические уровни 

электрона в изолирован-

ном атоме.. деление тел на 

металлы, диэлектрики и 

полупроводники., понятие 

о дырках.  

 

ПК-4, 

ПК-5 

знает  
Лабораторная 

работа (ПР-6) 

Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  

умеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 

Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  
владеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  

2 

Зонные диаграммы. Гене-

рация и рекомбинация но-

сителей зарядов. Стати-

стика электронов и дырок 

в полупроводниках, ста-

тистика электронов в ме-

таллах. Подвижность сво-

бодных носителей заряда. 

Электропроводность по-

лупроводников и метал-

лов. явление сверхпрово-

димости.Собственный и 

примесные полупровод-

ники. Зонные диаграммы. 

Зонные диаграммы кон-

ПК-4, 

ПК-5 

знает  Лабораторная 

работа (ПР-6) 

Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  
умеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  
владеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  



такта полупроводник-

полупроводник (элек-

тронно-дырочный пере-

ход). Диффузионный и 

дрейфовый токи в перехо-

де. Математическая мо-

дель идеализированного 

перехода. Барьерная и 

диффузионная ёмкости. 

Физические процессы в 

переходах. Переход ме-

талл полупроводник.  

 

3 

Полупроводниковые дио-

ды 

Выпрямительные диоды, 

ВАХ диода, рабочие и 

предельные параметры 

диода, ключевые и час-

тотные свойства диода. 

Полупроводниковые дио-

ды 

                      Стабилитроны, 

импульсные, туннель-

ные, обращённые диоды, 

свето- и фотодиоды, их 

параметры и области 

применения, ВАХ.  Ста-

тические и динамиче-

ские модели        полу-

проводниковых диодов. 

 

 

ПК-4, 

ПК-5 

знает  Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  
умеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  
владеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  

4 Биполярные  и полевые ПК-4, знает  Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 



транзисторы 

Принцип действия, режи-

мы работы и разновидно-

сти БПТ. Основные схемы 

включения БПТ, частот-

ные и ключевые свойства. 

Основные схемы включе-

ния БПТ, частотные и 

ключевые свойст-

ва.Статические характе-

ристики в собственных, h- 

и y-параметрах, статиче-

ские и динамические мо-

дели БПТ. 

Полевые транзисторы с 

управляющим переходом, 

с изолированным затво-

ром, с встроенным и ин-

дуцированным каналами. 

 

ПК-5 (ПР-1)  

умеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  
владеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  

5 

Цифровые микросхемы 

Основные логические 

функции. Логические 

элементы, их статические 

характеристики и пара-

метры. Серии ЛЭ, базовые 

элементы ТТЛ, ЭСЛ, 

ИИЛ, МОП серий, их 

сравнительные параметры 

и особенности. Примене-

ние ЛЭ для построения 

генераторов, одновибра-

торов, формирователей. 

Аналоговые микросхемы 

Операционные усилители 

ПК-4, 

ПК-5 

знает  Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  
умеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  
владеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  



– структурные схемы, ос-

новные параметры и ха-

рактеристики, разновид-

ности, применение. 

Аналоговые компараторы 

напряжения, 

перемножители, 

коммутаторы. 

Распределение потенциа-

лов в плоском диоде. За-

кон степени трёх вторых. 

Физические процессы в 

трёхэлектродной лампе, 

распределение катодного 

тока, действующие. 

Эектрический разряд в 

газах. Тлеющий разряд. 

Газоразрядные приборы.. 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Растворова И.И. Электроника и наноэлектроника [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.И. Растворова, В.Г. Терехов. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2016. — 

205 c. — 978-5-94211-763-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71712.html 

2. Гордеев-Бургвиц М.А. Общая электротехника и электроника 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Гордеев-Бургвиц. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 331 c. — 978-5-7264-1086-

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35441.html 

http://www.iprbookshop.ru/71712.html
http://www.iprbookshop.ru/35441.html


3. Федоров С.В. Электроника [Электронный ресурс] : учебник / С.В. 

Федоров, А.В. Бондарев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 218 c. — 

978-5-7410-1368-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54177.html 

4. Ермуратский П.В. Электротехника и электроника [Электронный 

ресурс] / П.В. Ермуратский, Г.П. Лычкина, Ю.Б. Минкин. — Электрон. тек-

стовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 416 c. — 978-5-4488-

0135-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63963.html 

 

Дополнительная литература 

1. Горденко Д.В. Электротехника и электроника [Электронный ре-

сурс] : практикум / Д.В. Горденко, В.И. Никулин, Д.Н. Резеньков. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 123 c. — 978-

5-4486-0082-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70291.html 

2. Левин С.В. Электроника в приборостроении [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.В. Левин, В.Н. Хмелёв. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 111 c. — 978-5-4487-

0157-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74233.html 

3. Полупроводниковая электроника [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 592 c. 

— 978-5-4488-0048-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64060.html 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Научная библиотека ДВФУ https://www.dvfu.ru/library/ 

2. «eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.iprbookshop.ru/54177.html
http://www.iprbookshop.ru/63963.html
http://www.iprbookshop.ru/70291.html
http://www.iprbookshop.ru/64060.html
https://www.dvfu.ru/library/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


3. Электронный фонд правовой и нормативной документа-

цииhttp://docs.cntd.ru/ 

4. Академия GoogleПоисковая система по полным текстам научных 

публикаций всех форматов и дисциплин https://scholar.google.ru/ 

 

Перечень информационных технологийи программного обеспечения 

Место расположения 

компьютерной техники, 

на котором установлено 

программное обеспечение, 

количество рабочих мест 

Перечень программного обеспечения 

Компьютерный класс  

 MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2016 – офисный 

пакет, включающий программное обеспечение для 

работы с различными типами документов (текстами, 

электронными таблицами, базами данных и др.); 

 7Zip 9.20 - свободный файловый архиватор с 

высокой степенью сжатия данных; 

 ABBYYFineReader 11 - программа для оптического 

распознавания символов; 

 AdobeAcrobatXIPro – пакет программ для создания и 

просмотра электронных публикаций в формате PDF; 

 Multisim – 10,1-14,1 -_ пакет программ для создания 

И исследования электронных схем 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для изучения дисциплины «Электроника» обучающемуся предлагают-

ся лекционные занятия и лабораторный практикум. Обязательным элементом 

является также самостоятельная работа. Из общих учебных часов 56 часов 

отводится на самостоятельную работу студента. В рамках часов, выделенных 

на самостоятельную работу, студент должен производить подготовку к рей-

http://docs.cntd.ru/
https://scholar.google.ru/


тинговым и зачетным проверкам, а также изучать темы, отведенные препода-

вателем на самостоятельное изучение. Помимо различных методических ука-

заний и списка рекомендуемой литературы обучающийся должен обсуждать 

возникающие у него вопросы на консультациях, назначаемых преподавате-

лем. 

Примерное распределение часов самостоятельной работы, которые 

студент должен отводить на тот или иной вид занятий: закрепление лекцион-

ного материала – 2ч., подготовка к лабораторным работам –18ч., подготовка 

к экзамену – 36ч.  Тем не менее, учитывая особенности каждого студента, 

указанные часы могут варьироваться. 

Дисциплину рекомендуется изучать по плану занятий. Обучающийся 

должен своевременно выполнять задания, выданные на практических заняти-

ях,  текущие лабораторные работы и защищать их во время занятий или на 

консультации.  

При подготовке к лекциям обучающийся изучает план лекционного ма-

териала, рекомендованную и дополнительную литературу.  

Каждая лабораторная работа рассчитана на несколько  аудиторных ча-

сов.  Поскольку выполнение лабораторных работ опирается на лекционный 

материал, в курсе выбрано неравномерное распределение лабораторных ра-

бот по рейтинговым блокам. В первом рейтинговом блоке студент должен 

подготовить 4 лабораторные работы, во втором – 5 и в третьем – 4.  Таким 

образом, студент должен сдать соответственно: 

 к концу первого рейтингового блока 1,2,3,4лабораторные работы; 

 к концу второго рейтингового блока 5,6,7,8,9 лабораторные работы. 

 к концу третьего рейтингового блока 10,11,12,13  лабораторные 

работы. 

Для каждой лабораторной работы будут выданы контрольные вопросы. 

Эти вопросы предназначены для самостоятельного оценивания обучающихся 

по результатам выполнения работ. Для подготовки к лабораторным работам 

требуется изучение лекционного материала, уверенное знание ответов на 



контрольные вопросы для закрепления материала.  Для выполнения лабора-

торных работ и подготовки их к сдаче возможно использовать в качестве 

вспомогательной литературы методические указания по выполнению лабора-

торных работ. 

К экзамену обучающийся должен отчитаться по всем лабораторным 

занятиям. Темы, рассмотренные на лекционных занятиях, но не отраженные 

в лабораторных работах закрепляются обучающимся во время самостоятель-

ной работы. 

При подготовке к экзамену необходимо повторить учебный материал, 

используя конспект лекций, основную и дополнительную литературу, при 

необходимости посещать консультации. Экзамен проставляется по результа-

там рейтинга, либо письменного или устного экзамена. 

  



Приложение 1 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
№ 

п/п 

Дата/сроки вы-

полнения 

Вид самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы времени 

на выполнение 

 

Форма контроля 

1. 4, 8 недели се-

местра 

Закрепление лекцион-

ного материала 

2 Проверка конспек-

тов 

2 В течение семе-

стра 

Выполнение лабора-

торных работ 

 

18 

 

 

 

Представление от-

четов и защита 

 

3 В течение семе-

стра 

Подготовка к экзамену 36 Экзамен 

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Успешное освоение дисциплины основывается на систематической по-

вседневной работе обучающегося. Самостоятельная работа предполагает ра-

боту с литературой, нормативными документами, интернет-ресурсами, пред-

ложенными преподавателем, а также посещение консультаций, проводимых 

преподавателем. Систематизация материала может проводиться в виде кон-

спектов, табличном варианте и другими способами, удобными для обучаю-

щегося. 

 

Методические указания к выполнению лабораторной работы 

Лабораторная работа – вид учебного занятия, направленный на углуб-

ление и закрепление теоретических знаний и приобретение практических на-

выков. Лабораторные работы являются неотъемлемой частью изучения дис-

циплины «Электроника». 

Для каждой лабораторной работы разработаны методические указания, 

в которых приведены: цель работы, содержание работы, защита работы, ва-

рианты заданий, методические указания и контрольные вопросы.  



В конце каждой лабораторной работы, выполненное задание предъяв-

ляется по требованию преподавателя для защиты. В процессе защиты пред-

лагается ответить на контрольные вопросы. 

 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Обучающийся должен своевременно выполнять задания, выданные на 

практических занятиях, текущие лабораторные работы и защищать их во 

время занятий или на консультации.  

Для каждой лабораторной работы приведены контрольные вопросы. 

Эти вопросы предназначены для самостоятельного оценивания обучающихся 

по результатам выполнения работ. Для подготовки к практическим занятиям 

и лабораторным работам требуется изучение лекционного материала, уве-

ренное знание ответов на контрольные вопросы для закрепления материала.  

Для выполнения лабораторных работ и подготовки их к сдаче возможно ис-

пользовать в качестве вспомогательной литературы методические указания 

по выполнению лабораторных работ. 

К концу семестра обучающийся должен отчитаться по всем лаборатор-

ным занятиям. Темы, рассмотренные на лекционных занятиях, но не отра-

женные в практических и лабораторных работах, закрепляются обучающи-

мися во время самостоятельной работы.  

 

Требования к представлению и оформлению результатов самостоятель-

ной работы 

Результаты самостоятельной работы студент выполняет в виде письменных 

отчетов, содержание которых определяется методическими указаниями к со-

ответствующей лабораторной работе.  

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы 

Каждая лабораторная работа оценивается отдельно. 



1. 8-9 баллов выставляется студенту, если студент выполнил все пункты 

заданий. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; гра-

фически работа оформлена правильно. При защите студент отвечает на все 

вопросы преподавателя. 

2. 7-8 - баллов – работа выполнена полностью; допущено не более 1 

ошибки при выполнении заданий или одна-две ошибки в оформлении рабо-

ты. При защите студент отвечает на все вопросы преподавателя. 

3. 6-5 баллов – работа выполнена полностью. Допущено не более 2 оши-

бок в выполнении заданий или оформлении работы. При защите студент не 

отвечает на 1-2 вопроса преподавателя. 

4. 4-3 балла - Работа выполнена. Допущено три или более трех ошибок в 

выполнении заданий или в оформлении работы. При защите студент не отве-

чает на 2-3 вопроса преподавателя. 

  



Приложение 2 

 
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине «Электроника» 

Направление подготовки  

09.03.03 Прикладная информатика 

Форма подготовки очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019 



Паспорт ФОС 

 

Задача про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Объект 

или об-

ласть 

знания 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компетен-

ции 

Код и наимено-

вание индика-

тора достиже-

ния профессио-

нальной ком-

петенции 

Основание 

(ПС, анализ 

иных требо-

ваний, 

предъявляе-

мых к выпу-

скникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Проведение 

работ по из-

готовлению 

компонентов 

информаци-

онных систем 

в виде специ-

фикаций  про-

граммного 

обеспечения. 

Определение 

и установка 

параметров 

для исполь-

зуемых про-

граммных па-

кетов. 

Проведение 

работ по ин-

сталляции 

программного 

обеспечения 

информаци-

онных систем 

и загрузке ба-

зы данных. 

Разработка 

технической 

документации 

и руководств 

для пользова-

телей.   

Контроль ка-

чества систем, 

Приклад-

ные и 

инфор-

мацион-

ные про-

цессы 

Инфор-

мацион-

ные сис-

темы 

Инфор-

мацион-

ные тех-

нологии 

ПК-4. Способ-

ность изготав-

ливать компо-

ненты инфор-

мационных 

систем, вклю-

чая программ-

ные комплек-

сы,  базы дан-

ных и интер-

фейсы "человек 

- электронно-

вычислитель-

ная машина",  

использовать 

современные 

инструмен-

тальные сред-

ства разработ-

ки, и про-

граммно-

технологиче-

ские платфор-

мы информа-

ционных сис-

тем  

ПК-4.1.  

знает програм-

мирование и 

технологию про-

граммирования, 

системы баз 

данных, методы, 

формализмы и 

стандарты пред-

ставления диа-

логов и экран-

ных форм ин-

терфейсов «че-

ловек – ЭВМ», 

инструменталь-

ные средства 

разработки и 

программно-

технологические 

платформы ин-

формационных 

систем.  

ПК-4.2.  

умеет изготав-

ливать специфи-

кации про-

граммного обес-

печения, опре-

делять и уста-

навливать пара-

метры исполь-

зуемых про-

граммных паке-

тов, контроли-

Анализ иных 

требований 

Определено 

самостоятель-

но 



включая  тес-

тирование 

компонентов 

ИС по задан-

ным сценари-

ям. 

Начальное 

обучение и 

консультиро-

вание пользо-

вателей по 

вопросам экс-

плуатации 

информаци-

онных систем. 

Осуществле-

ние техниче-

ского сопро-

вождения ин-

формацион-

ных систем в 

процессе ее 

эксплуатации. 

ровать качество, 

создаваемого 

программного 

обеспечения, 

создавать базы 

данных по про-

граммным спе-

цификациям, 

инсталлировать 

программное 

обеспечение и 

осуществлять 

загрузку баз 

данных, осуще-

ствлять разра-

ботку техниче-

ской документа-

ции, проводить 

начальное обу-

чение и кон-

сультирование 

пользователей. 

ПК-4.3.  

владеет систем-

ными и при-

кладными про-

граммно-

технологиче-

скими платфор-

мами, стандар-

тами визуально-

го представле-

ния команд и 

бизнес - инфор-

мации, инстру-

ментальными 

средствами раз-

работки инфор-

мационных сис-

тем и програм-

мирования. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Участие в 

проведении 

Приклад-

ные и 

ПК-5. Способ-

ность выпол-

ПК-5.1.  

знает фазы жиз-

ПС 06.015 

Специалист 



переговоров с 

заказчиком и 

презентация 

проектов. 

Участие в ко-

ординации 

работ по соз-

данию, адап-

тации и со-

провождению 

информаци-

онной систе-

мы. 

Участие в ор-

ганизации ра-

бот по управ-

лению проек-

тами инфор-

мационных 

систем. 

 Взаимодей-

ствие с заказ-

чиком в про-

цессе реали-

зации проек-

та. 

Участие в 

управлении 

техническим 

сопровожде-

нием инфор-

мационной 

системы в 

процессе ее 

эксплуатации 

инфор-

мацион-

ные про-

цессы 

Инфор-

мацион-

ные сис-

темы 

Инфор-

мацион-

ные тех-

нологии 

нять работы и 

управлять ра-

ботами по соз-

данию (моди-

фикации) и со-

провождению 

ИС, автомати-

зирующих за-

дачи организа-

ционного 

управления и 

бизнес-

процессы  

ненного цикла и 

методологии 

разработки ав-

томатизирован-

ных систем;  ос-

новные принци-

пы  планирова-

ния, организа-

ции и управле-

ния проектами в 

области автома-

тизации админи-

стративно-

организационно-

го управления    

ПК-5.2.  

умеет осуществ-

лять организа-

цию, нормиро-

вание,  распре-

деление и от-

слеживание хода 

выполнения  

этапов работ и  

проекта в целом;  

ПК-5.3.  

владеет навыка-

ми администра-

тивно-

организационно-

го взаимодейст-

вия  во внутрен-

ней и внешней 

среде; методами 

и  средствами 

автоматизации 

управления про-

ектами в зави-

симости от типа 

применяемой 

методологии 

разработки  

по информа-

ционным сис-

темам 

 

 

 



№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

/ темы дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 

Элементная база совре-

менной электроники. 

Кристаллическая решётка. 

Ионные, ковалентные ме-

таллические и молекуляр-

ные кристаллы, дефекты. 

Элемены зонной теории 

твердого тела,  

Энергетические уровни 

электрона в изолирован-

ном атоме.. деление тел на 

металлы, диэлектрики и 

полупроводники., понятие 

о дырках.  

ПК-4, 

ПК-5 

знает  
Лабораторная 

работа (ПР-6) 

Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  

умеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 

Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  
владеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  

2 

Зонные диаграммы. Гене-

рация и рекомбинация но-

сителей зарядов. Стати-

стика электронов и дырок 

в полупроводниках, ста-

тистика электронов в ме-

таллах. Подвижность сво-

бодных носителей заряда. 

Электропроводность по-

лупроводников и метал-

лов. явление сверхпрово-

димости.Собственный и 

примесные полупровод-

ники. Зонные диаграммы. 

Зонные диаграммы кон-

такта полупроводник-

полупроводник (элек-

тронно-дырочный пере-

ход). Диффузионный и 

дрейфовый токи в перехо-

де. Математическая мо-

дель идеализированного 

перехода. Барьерная и 

диффузионная ёмкости. 

Физические процессы в 

переходах. Переход ме-

талл полупроводник.  

ПК-4, 

ПК-5 

знает  
Лабораторная 

работа (ПР-6) 

Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  
умеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  
владеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  

3 

Полупроводниковые дио-

ды 

Выпрямительные диоды, 

ВАХ диода, рабочие и 

предельные параметры 

диода, ключевые и час-

тотные свойства диода. 

Полупроводниковые дио-

ПК-4, 

ПК-5 

знает  Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  
умеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  
владеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 



ды 

                      Стабилитроны, 

импульсные, туннель-

ные, обращённые диоды, 

свето- и фотодиоды, их 

параметры и области 

применения, ВАХ.  Ста-

тические и динамиче-

ские модели        полу-

проводниковых диодов. 

(ПР-1)  

4 

Биполярные  и полевые 

транзисторы 

Принцип действия, режи-

мы работы и разновидно-

сти БПТ. Основные схемы 

включения БПТ, частот-

ные и ключевые свойства. 

Основные схемы включе-

ния БПТ, частотные и 

ключевые свойст-

ва.Статические характе-

ристики в собственных, h- 

и y-параметрах, статиче-

ские и динамические мо-

дели БПТ. 

Полевые транзисторы с 

управляющим переходом, 

с изолированным затво-

ром, с встроенным и ин-

дуцированным каналами. 

ПК-4, 

ПК-5 

знает  Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  
умеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  
владеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  

5 

Цифровые микросхемы 

Основные логические 

функции. Логические 

элементы, их статические 

характеристики и пара-

метры. Серии ЛЭ, базовые 

элементы ТТЛ, ЭСЛ, 

ИИЛ, МОП серий, их 

сравнительные параметры 

и особенности. Примене-

ние ЛЭ для построения 

генераторов, одновибра-

торов, формирователей. 

Аналоговые микросхемы 

Операционные усилители 

– структурные схемы, ос-

новные параметры и ха-

рактеристики, разновид-

ности, применение. 

Аналоговые компараторы 

напряжения, 

перемножители, 

ПК-4, 

ПК-5 

знает  Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  
умеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  
владеет Лабораторная 

работа (ПР-6) 
Экзаменационные 

вопросы, тест 

(ПР-1)  



коммутаторы. 

Распределение потенциа-

лов в плоском диоде. За-

кон степени трёх вторых. 

Физические процессы в 

трёхэлектродной лампе, 

распределение катодного 

тока, действующие. 

Эектрический разряд в 

газах. Тлеющий разряд. 

Газоразрядные приборы.. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Код и 

формули-

ровка 

компе-

тенции 

Этапы формирования компе-

тенции 

критерии  показатели бал-

лы 

ПК-4 

 

Способ-

ность изго-

тавливать-

компонен-

ты инфор-

мацион-

ных сис-

тем, вклю-

чая про-

граммные-

комплек-

сы,  базы 

данных и 

интерфей-

сы "чело-

век - элек-

тронно-

вычисли-

тельная 

ма-шина",  

использо-

вать со-

временные 

ин-

струмен-

тальные 

средства 

разработ-

ки, и про-

граммно-

техноло-

гические 

платфор-

мы инфор-

знает (по-

роговый 

уровень) 

программирование 

и технологию про-

граммирования, 

системы баз дан-

ных, методы, фор-

мализмы и стандар-

ты представления 

диалогов и экран-

ных форм интер-

фейсов «человек – 

ЭВМ», инструмен-

тальные средства 

разработки и про-

граммно-

технологические 

платформы инфор-

мационных систем. 

основные физиче-

ские процессы, про-

исходящие в полу-

проводниках, ва-

кууме, газах и на 

границе двух твёр-

дых тел. 

Знание инструмен-

тальных средства 

разработки и про-

граммно-

технологические 

платформы инфор-

мационных систем 

Знание основных 

физические про-

цессы, происходя-

щие в полупровод-

никах, вакууме, 

газах и на границе 

двух твёрдых тел. 

Знание условия 

протекания различ-

ных физических 

процессы, происхо-

дящих в полупро-

водниках, вакууме, 

газах и на границе 

двух твёрдых тел. 

Знание программи-

рование и техноло-

гию программиро-

вания, системы баз 

данных, методы, 

формализмы и 

стандарты пред-

ставления диалогов 

и экранных форм 

интерфейсов «чело-

век – ЭВМ» 

45-

64 

умеет 

(продви-

нутый) 

изготавливать спе-

цификации про-

граммного обеспе-

чения, определять и 

устанавливать па-

раметры исполь-

зуемых программ-

ных пакетов, кон-

тролировать качест-

во, создаваемого 

программного обес-

печения, создавать 

Умение изготавли-

вать спецификации 

программного 

обеспечения, опре-

делять и устанав-

ливать параметры 

используемых про-

граммных пакетов, 

контролировать 

качество, создавае-

мого программного 

обеспечения. 

Умение осуществ-

лять разработку 

технической доку-

ментации, прово-

дить начальное 

обучение и кон-

сультирование 

пользователей; 

Умение использо-

вать нормативную и 

справочную доку-

ментацию, регла-

65-

84 



мацион-

ных сис-

тем 

базы данных по 

программным спе-

цификациям, ин-

сталлировать про-

граммное обеспече-

ние и осуществлять 

загрузку баз дан-

ных, осуществлять 

разработку техниче-

ской документации, 

проводить началь-

ное обучение и кон-

сультирование 

пользователей. 

использовать нор-

мативную и спра-

вочную документа-

цию, регламенти-

рующую эксплуата-

цию электронных 

приборов 

Умение эксплуати-

ровать электронные 

приборы 

 

ментирующую экс-

плуатацию элек-

тронных приборов 

владеет 

(высокий) 

владеет системными 

и прикладными 

программно-

технологическими 

платформами, стан-

дартами визуально-

го представления 

команд и бизнес - 

информации, инст-

рументальными 

средствами разра-

ботки информаци-

онных систем и 

программирования. 

первичными навы-

ками настройки и 

регулировки пара-

метров и характери-

стик электронных 

приборов при про-

изводстве, установ-

ке и технической 

эксплуатации 

Владение инстру-

ментальными сред-

ствами разработки 

информационных 

систем и програм-

мирования; 

Владение первич-

ными навыками 

настройки и регу-

лировки парамет-

ров и характери-

стик электронных 

приборов при про-

изводстве, установ-

ки и технической 

эксплуатации. 

Владение систем-

ными и приклад-

ными программно-

технологическими 

платформами; 

Владение навыками 

установки и техни-

ческойэксплуата-

ции электронных 

приборов. 

85-

100 

ПК-5 

Способ-

ность вы-

пол-нять 

работы и 

управ-лять 

работами 

по со-

зданию 

(модифи-

ка-ции) и 

сопровож-

де-нию 

знает (по-

роговый 

уровень) 

фазы жизненного 

цикла и методоло-

гии разработки ав-

томатизированных 

систем;  основные 

принципы  плани-

рования, организа-

ции и управления 

проектами в облас-

ти автоматизации 

административно-

организационного 

управления   

Знание жизненного 

цикла и методо-

логииразработ-

киавтоматизи-

рованных си-стем; 

Знание параметров 

изучаемых элек-

тронных приборов 

Знание основных 

принципов  плани-

рования, организа-

ции и управления 

проекта-ми в облас-

ти автоматизации 

административно-

организационного 

управления; 

Знание причиниз-

менения парамет-

ров изучаемых 

электронных при-

45-

64 



ИС, авто-

матизи-

рующих 

задачи ор-

га-

низацион-

ного 

управ-

ления и 

бизнес-

процессы 

причины изменения 

параметров изучае-

мых электронных 

приборов 

боров 

умеет 

(продви-

нутый) 

осуществлять орга-

низацию, нормиро-

вание,  распределе-

ние и отслеживание 

хода выполнения  

этапов работ и  про-

екта в целом; 

организовать и 

осуществить про-

верку технического 

состояния, оценить 

параметры и усло-

вия эксплуатации 

приборов 

Умение отслежи-

вать ход выполне-

ния  этапов работ и  

проекта в целом; 

Умение оценивать 

параметры и усло-

вия эксплуатации 

приборов 

Умение осуществ-

лять организацию, 

нормирование,  

распределение и 

отслеживание хода 

выполнения  этапов 

работ и  проекта в 

целом; 

Умение организо-

вать и осуществить 

проверку техниче-

ского состояния 

приборов. 

65-

84 

владеет 

(высокий) 

навыками админи-

стративно-

организационного 

взаимодействия  во 

внутренней и внеш-

ней среде; методами 

и  средствами авто-

матизации управле-

ния проектами в 

зависимости от типа 

применяемой мето-

дологии разработки 

Теоретическими и 

экспериментальны-

ми методами иссле-

дования с целью 

освоения новых 

перспективных 

электронных при-

боров 

Владение навыками 

административно-

организационного 

взаимодействия  

вовнутренней и 

внешней среде; 

Владение Теорети-

ческими и экспе-

риментальными 

методами исследо-

вания. 

Владение методами 

и  средствами авто-

матизации управле-

ния проектами в 

зависимости от ти-

па применяемой 

методологии разра-

ботки; 

Владение методами 

освоения новых 

перспективных 

электронных при-

боров. 

85-

100 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоениядисциплины 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

Комплект лабораторных работ 

по дисциплине «Электроника» 

 

Лабораторная работа №1. Определение параметров диодов по стати-

ческим характеристикам. 



1. На организационном этапе подготовки к дискуссии студентам предла-

гается для творческого обсуждения тема:«Определение параметров диодов 

по статическим характеристикам». Учитывая сложность данной темы, пред-

варительно проводится лекция, на которой рассматриваются общие поста-

новки задач, рекомендуется литература по методике интерактивного обуче-

ния. 

2. Студенты знакомятся с критериями оценки их знаний и компетенций 

по теме дискуссии и выполняют задание: 

3. Построить по экспериментальным данным, приведённым в таблице, ВАХ 

диода и определить по ней дифференциальное сопротивление диода переменному 

току (Rд); внутреннее сопротивление постоянному току (R0); внутреннее обратное 

сопротивление диода; рабочие прямые и обратные токи инапряжения. 

                    Прямойток Iпр(мА) Обратное напр. Uоб(В) 

       0        2       10      20       10         80 

Прямое напряжение Uпр(В) 
Обратный ток Iоб(мкА) 

       0       1,3      1,5     1,55       10       12 

 

Лабораторная работа №2.Нагрузочные и внешние характеристики 

выпрямителей на диоде 

Условия задачи для всех вариантов одинаковые, различны лишь параметры дио-

дов, вольтамперные характеристики (ВАХ) которых приведены в таблице. 

 

 

 

                       А 

 

 

UпитVн            Rн 

Vд 

 

 

 

 

 

Вариант 

                 Прямойток  Iпр(мА) Обратное напр. Uоб(В) 

     0        2       10      20       10         80 

           Прямое напряжение Uпр(В) 
Обратный ток Iоб(мкА) 

      0      0      0,3      0,4      0,5        1         2 



      1      0      0,4      0,5      0,6        2         3 

      2      0      0,5      0,6      0,7        3         4 

      3      0      0,6      0,7      0,8        4      4,5 

      4      0      0,7      0,8      0,9        5         6 

      5      0      0,8      0,9      1,0        6         7 

      6      0     0,85      1,0      1,1        7      7,5 

      7      0       1,0      1,2      1,3        8         9 

      8      0       1,2      1,3      1,4        9    10,5 

      9      0       1,3      1,5     1,55       10       12 

 

1. Построить по экспериментальным данным, приведённым в таблице, 

ВАХ диода. Номер строчки таблицы соответствует номеру варианта контроль-

ной работы, т.е., например, для 7 варианта ВАХ диода строится по точкам: пря-

мое напряжение 0,- 1,0-1,2-1,3 B(при соответствующих им прямых токах – 0-2-

10-20 мА); обратные токи –8, -9 мкА (при соответствующих им обратным на-

пряжениям – 10, -80 В). 

2. Для прямого включения диода при Uпит = 10В и токе через диод, ко-

торый показывает амперметр в схеме Iд = 10 мА, определить: 

- дифференциальное сопротивление диода переменному току (Rд); 

- внутреннее сопротивление постоянному току (R0); 

- показания вольтметров Vд и Vн; 

- сопротивление нагрузки Rн. 

3. Для обратного включения диода при Uпит = 80 В и падении напряже-

ния на диоде, который показывает вольтметр Uд = -50В, определить: 

- внутреннее сопротивление диода; 

- показания амперметра А и вольтметра Uн; 

- сопротивление нагрузки Rн. 

(Приборы в схеме принять идеальными, т.е. вольтметры имеют беско-

нечно большое внутреннее сопротивление, а амперметр – нулевое 

Лабораторная работа №3.Расчёт параметров биполярных транзисто-

ров. Способы задания рабочей точки. 

1. Определить напряжение на выходе и коэффициент усиления уси-

лителя с последовательной ОС по напряжению, если на вход усилителя од-

новременно с входным сигналом Uвх=0,2 В поступает напряжение обратной 



связи Uос=0,1 В, действующее в противофазе с входным. Коэффициент уси-

ления усилителя без ОС KU=10. 

2. Определить коэффициенты усиления по напряжению и мощности 

однокаскадного усилителя KU, KP в дБ, если Uвх=0,01 В, Uвых=2 В, Rвх=100 

Ом, Rвых=50 Ом. 

3. Определить напряжение обратной связи Uос, если при включении 

ООС последовательной по напряжению с коэффициентом передачи β=0,2 

выходное напряжение стало равным 2 В.  

4. Определить коэффициент усиления усилителя по току и мощно-

сти в дБ, если Iвх=0,01 А, Iвых=1 А, а KU=20. 

5. Найти значение напряжения обратной связи Uос, если при под-

ключении последовательной ООС по напряжению с β=0,2 выходное напря-

жение стало равным 2 В. 

Лабораторная работа №4. Параметры полевых транзисторов, расчёт 

параметров цепей обратной связи. 

1. Определить напряжение на входе усилителя с коэффициентом 

усиления KU=60 дБ, Pвых=1 Вт и Rн =5 Ом. 

2. Какое сопротивление Rос необходимо включить в цепь последо-

вательной ООС по току, работающей на нагрузку Rн =25 кОм, для получения 

Кос=25, если, при отключенной цепи ОС, коэффициент усиления составил 

125 (β=
н

ос

R

R
). 

Занятие 9 и 10 Расчёт параметров ОУ при различных применениях (8 ча-

сов) 

1. Схема операционного повторителя получается, если в схеме не 

инвертирующего усилителя закоротить сопротивление обратной связи. Оп-

ределить коэффициент передачи такой схемы на ОУ типа К140УД1 с 

KU=1000. 

2. Какое максимальное выходное напряжение при напряжении пи-

тания Ек=10 В можно получить в схеме двухтактного бестрансформаторного 



усилителя, если остаточные напряжения выходных транзисторов составляют 

1 В? 

3. Найти сквозной коэффициент усиления усилителя, охваченного 

ООС по напряжению параллельной, если βК>>1, сопротивление генератора 

сигнала Rг=1 кОм (Rвх= ), Rос=10 кОм. 

4. Что такое напряжение смещения ОУ, найти напряжение смеще-

ния на выходе ОУ, если Ucm на входе равно 5 мВ, а коэффициент усиления 

ОУ с ООС KUоос=6. 

Лабораторная работа №5. Расчёт цепей усилительных каскадов на ва-

куумных триодах и пентодах. 

1. Определить напряжение на выходе и коэффициент усиления уси-

лителя с последовательной ОС по напряжению, если на вход усилителя од-

новременно с входным сигналом Uвх=0,2 В поступает напряжение обратной 

связи Uос=0,1 В, действующее в противофазе с входным. Коэффициент уси-

ления усилителя без ОС KU=10. 

2. Определить коэффициенты усиления по напряжению и мощности 

однокаскадного усилителя KU, KP в дБ, если Uвх=0,01 В, Uвых=2 В, Rвх=100 

Ом, Rвых=50 Ом. 

3. Определить напряжение обратной связи Uос, если при включении 

ООС последовательной по напряжению с коэффициентом передачи β=0,2 

выходное напряжение стало равным 2 В.  

4. Определить коэффициент усиления усилителя по току и мощно-

сти в дБ, если Iвх=0,01 А, Iвых=1 А, а KU=20. 

5. Найти значение напряжения обратной связи Uос, если при под-

ключении последовательной ООС по напряжению с β=0,2 выходное напря-

жение стало равным 2 В. 

Лабораторная работа №6.Исследование статических характеристик 

полупроводниковых диодов: построение статической характеристики выпря-

мительного диода при прямом и обратном включении; последовательное и 



параллельное включение диодов, характеристики диодов Шоттки, стабили-

тронов, туннельных. 

Лабораторная работа №7.Применение полупроводниковых диодов: 

однополупериодное и двухполупериодное выпрямление, влияние частоты, 

амплитуды входного напряженияии сопротивления нагрузки.  

Лабораторная работа №8.Статические характеристики биполярных 

транзисторов: входные и выходные статические характеристики, усилитель-

ные и ключевые свойства транзисторов. 

Лабораторная работа №9.Исследование полевых транзисторов: пере-

даточные и выходные статические характеристики, применение полевых 

транзисторов для стабилизации токаю 

Лабораторная работа №10. Параметры операционных усилителей: 

входные токи, входное и выходное сопротивления, напряжение смещения, 

инвертирующая и неинвертирующая схемы включения. 

Лабораторная работа №11. Применение операционных усилителей: 

сложение напряжений – постоянных и переменных, интегрирование и диф-

ференцирование. 

Лабораторная работа №12.Характеристики логических элементов: таб-

лицы истинности логических элементов серии ТТЛ, статические и динамиче-

ские характеристики и параметры. 

Лабораторная работа №13.Применение логических элементов (ЛЭ): 

мультивибраторы, одновибраторы, формирователи импульсов, ключи на ЛЭ. 

 

Критерии оценки лабораторной работы: 

 100-86 баллов выставляется студенту, если студент выразил своё 

мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно опреде-

лив ее содержание и составляющие. Приведены данные отечественной и за-

рубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно-

правового характера. Студент знает и владеет навыком самостоятельной ис-

следовательской работы по теме исследования; методами и приемами анали-



за теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактиче-

ских ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа 

оформлена правильно. 

 85-76 баллов выставляется студенту, если работа характеризуется 

смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; до-

пущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания пробле-

мы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных ав-

торов. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактиче-

ских ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две 

ошибки в оформлении работы 75-61 балл - студент проводит достаточно са-

мостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих пробле-

мы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование выбранной те-

мы. Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. Допущено 

не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

 60-50 баллов выставляется студенту, если работа представляет собой 

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы 

то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая 

составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом со-

держании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной. Для полу-

чения положительной оценки на экзамене необходимо защитить все лабора-

торные работы. 

Перечень вопросов на экзамен 

по дисциплине «Электроника» 

1. Особенности аналоговых сигналов. 

2. Квантование аналоговых сигналов. 

3. Способы  представления цифровых сигналов. 

4. Поколения элементной базы электроники. 

5. Области применения резисторов. 

6. Подразделение материалов, применяемых в электронике, по величине 

проводимости. 



7. Собственные полупроводники. 

8. Донорные полупроводники. 

9. Акцепторные полупроводники. 

10. Параметры резисторов. 

11. Свойства  резисторов на различных частотах. 

12. Параметры и особенности конденсаторов. 

13. Образование p – n перехода. 

14. Равновесное состояние p – n перехода. 

15. Прямое включение p – n перехода. 

16. Обратное включение p – n перехода. 

17. Типы переходов в полупроводниках. 

18. Свойства выпрямительных диодов. 

19. Параметры выпрямительных диодов. 

20. Вторичные источники питания. 

21. Однополупериодные выпрямители. 

22. Двухполупериодные выпрямители. 

23. Туннельные диоды. 

      23.  Обращённые диоды. 

24. Принцип работы стабилитрона. 

25. Параметры стабилитрона. 

26. Принцип работы биполярного транзистора. 

27. Схемы включения биполярного транзистора. 

28. Статические характеристики биполярного транзистора. 

29. Принцип работы полевых транзисторов. 

30. Разновидности полевых транзисторов. 

31. Режимы работы полевых транзисторов. 

32. Передаточные характеристики полевых транзисторов. 

33. Выходные храктеристики полевых транзисторов. 

34. Параметры полевых транзисторов. 

35. Принцип работы тиристоров. 

36. Вольт – амперные характеристики тиристоров. 

37. Параметры усилителей. 

38. Частотные и амплитудные характеристики усилителей. 

39. Обратная связь в усилителях. 

40. Типы обратной связи в усилителях. 

41. Усилительный каскад на биполярном транзисторе. 

42. Задание рабочей точки усилительного каскада. 

43. Свойства операционных усилителей. 

44. Влияние ОС на параметры ОУ. 

45. Инвертирующая схема  включения ОУ. 

46. Неинвертирующаясхема  включения ОУ. 

47. Сумматор на ОУ. 

48. Принципы построения генераторов. 

49. Автогенератор на биполярном транзисторе. 

50. Примеры цепей обратной связи автогенераторов. 



51. Основные логические функции. 

52. Статические характеристики ЛЭ. 

53. Статические параметры ЛЭ. 

54. Динамические параметры ЛЭ. 

55. Классификация систем элементов. 

56. Базовый элемент ТТЛ технологии с простым инвертором. 

57. Базовый элемент ТТЛ технологии со сложным инвертором. 

58. Элемент ТТЛ с тремя состояниями на выходе. 

59. Применение элементов ТТЛ с открытым коллектором. 

60. Параметры и особенности применения ТТЛ элементов. 

61. Движение свободных электронов под действием электрического и маг-

нитного полей. 

62. Закон степени трёх вторых. Анодная характеристика диода. 

63. Эмиссия электронов в вакууме. Виды эмиссии. 

      Экзаменационный билет содержит три вопроса – один из первого 

раздела курса «Электроника» и два вопроса из второго раздела. Таким 

образом студент должен показать знания и физических процессов, ис-

пользуемых в работе электронных приборов, и характеристик, пара-

метров приборов и особенностей их применения. 

 

      Примеры экзаменационных билетов  

 

Экзаменационный билет №  по Электронике  

 

1. Особенности аналоговых сигналов. 

2. Режимы работы биполярного транзистора. 

1. Движение свободных электронов под действием электрического и маг-

нитного полей. 

 

Экзаменационный билет №  по Электронике  

 

1. Особенности аналоговых сигналов. 

2. Режимы работы биполярного транзистора. 

3. Закон степени трёх вторых. Анодная характеристика диода. 

тЭкзаменационный билет №  по Электронике  

 

      1. Поколения элементной базы электроники. 

      2. Режимы работы полевых транзисторов. 

      3. Эмиссия электронов в вакууме. Виды эмиссии. 

 

Тесты по дисциплине «Электроника» 



Раздел 1. Кристаллическое строение твёрдого тела 
1. На каких расстояниях возникают силы притяжения (fпр) между атомами и мо-

лекулами? 

1 – на малых; 

2 – на больших; 

3 – не зависит от расстояния; 

4 – такие силы не возникают. 

2. На каких расстояниях возникают силы отталкивания (fот) между атомами и 

молекулами? 

1 – на малых; 

2 – на больших; 

3 – не зависит от расстояния; 

4 – такие силы не возникают. 

3. Какое значение принимает энергия взаимодействия между атомами и молеку-

лами в равновесном состоянии, когда равны силы притяжения и отталкивания 

между ними? 

1 – энергия минимальна; 

2 – энергия не зависит от соотношения этих сил; 

3 – энергия максимальна 

4. Какое соотношение между силами отталкивания (fот) и притяжения (fпр)  

должно выполняться для возникновения кристаллической структуры? 

1 – fпр = fот; 

2 – fпр>fот; 

3 – fпр<fот; 

4 – при любом соотношении между fпр и fот. 

5. Какую структуру имеет трансляционная решётка Бравэ? 

1 – произвольную; 

2 – регулярную в направлении трёх пространственных координат; 

3 -  регулярную в направлении двух пространственных координат; 

4 -  регулярную в направлении одной пространственной координаты. 

6. Какие атомы располагаются в узлах решётки Бравэ? 

1 – одного типа; 

2 – только группы разных атомов; 

3 – атомы разного типа. 

7. Каким количеством параметров описывается решётка Бравэ? 

1 – одним параметром; 

2 – четырьмя параметрами; 

3 – тремя параметрами; 

4 – шестью параметрами. 

8. Сколько узлов имеет элементарная ячейка простой кристаллической решётки? 

1 – один; 2 – не имеет узлов; 3 – больше одного; 4 – больше десяти. 

9. Сколько узлов имеет элементарная ячейка сложной кристаллической решётки? 

1 – один; 2 – не имеет узлов; 3 – больше одного; 4 – больше десяти. 

10. Чем определяется положение любого узла кристаллической решётки? 

      1 – заданием шести координат (три угла и три основных вектора трансляции); 



      2 – заданием трёх угловых координат; 

      3 – заданием индексов узлов; 

      4 – заданием индексов Миллера. 

11. Чем определяются направления в кристалле? 

      1 – заданием шести координат (три угла и три основных вектора трансляции); 

      2 – заданием трёх угловых координат;  

      3 – заданием индексов направления; 

      4 – заданием индексов Миллера. 

12. Чем определяется плоскость в кристалле? 

      1 – заданием шести координат (три угла и три основных вектора трансляции); 

      2 – заданием трёх угловых координат; 

      3 – заданием индексов узлов; 

4 – заданием индексов Миллера. 

13. Какой вид связи между частицами характерен для ионных кристаллов? 

1 – связь за счёт обменной энергии атомов; 

2 – связь за счёт взаимодействия положительных ионов с электронным газом; 

3 – кулоновское взаимодействие разноимённо заряженных частиц; 

4 – дисперсионное взаимодействие. 

14. Какой вид связи между частицами характерен для атомных (ковалентных) кри-

сталлов? 

1 – связь за счёт обменной энергии атомов; 

2 – связь за счёт взаимодействия положительных ионов с электронным газом; 

3 – кулоновское взаимодействие разноимённо заряженных частиц; 

4 – ориентационное взаимодействие. 

15. Какой вид связи между частицами характерен для металлических кристаллов? 

1 – связь за счёт обменной энергии атомов; 

2 – связь за счёт взаимодействия положительных ионов с электронным газом; 

3 – кулоновское взаимодействие разноимённо заряженных частиц; 

4 – индукционное взаимодействие. 

16. Какой вид связи между частицами характерен для молекулярных кристаллов? 

1 – связь за счёт обменной энергии атомов; 

2 – связь за счёт взаимодействия положительных ионов с электронным газом; 

3 – кулоновское взаимодействие разноимённо заряженных частиц; 

4 – дисперсионное, ориентационное, индукционное взаимодействие. 

Чем характеризуются дефекты по Френкелю кристаллов твёрдого тела? 

1 – наличием только дислоцированных атомов; 

2 – наличием только вакансий; 

3 – наличием и вакансий и дислоцированных атомов; 

4 – отсутствием и вакансий и дислоцированных атомов. 

Чем характеризуются дефекты по Шоттки кристаллов твёрдого тела? 

1 – наличием только дислоцированных атомов; 

2 – наличием только вакансий; 

3 – наличием и вакансий и дислоцированных атомов; 

     4 – отсутствием и вакансий и дислоцированных атомов. 



Если примесные атомы располагаются в узлах решётки основного вещества, то как 

называется такой твёрдый раствор? 

1 – раствор внедрения; 

2 – раствор изменения; 

3 – раствор приведения; 

4 – раствор замещения. 

Если примесные атомы располагаются в междоузлиях решётки основного вещест-

ва, то как называется такой твёрдый раствор? 

1 – раствор внедрения; 

2 – раствор изменения; 

3 – раствор приведения; 

4 – раствор замещения. 

Как направлен вектор Бюргерса краевой дислокации? 

1 – перпендикулярно оси дислокации; 

2 – параллельно оси дислокации; 

3 – под произвольным углом к оси дислокации; 

4 – под произвольным углом к экстраплоскости. 

Как направлен вектор Бюргерса винтовой дислокации? 

1 – перпендикулярно оси дислокации; 

2 – параллельно оси дислокации; 

3 – под произвольным углом к оси дислокации; 

4 – под произвольным углом к экстраплоскости. 

Где расположена экстраплоскость в положительной краевой дислокации? 

1 – в нижней части кристалла; 

2 – в левой части кристалла; 

3 – в верхней части кристалла; 

4 – в правой части кристалла. 

Где расположена экстраплоскость в отрицательной краевой дислокации? 

1 – в нижней части кристалла; 

2 – в левой части кристалла; 

3 – в верхней части кристалла; 

4 – в правой части кристалла. 

Как ведут себя одноимённые краевые дислокации, находящиеся в одной атомной 

плоскости? 

1 – они не взаимодействуют; 

2 –  притягиваются; 

3 – взаимодействуют с дислокациями соседних атомных плоскостей; 

4 – отталкиваются. 

Как ведут себя разноимённые краевые дислокации, находящиеся в одной атомной 

плоскости? 

1 – они не взаимодействуют; 

2 – притягиваются; 

3 – взаимодействуют с дислокациями соседних атомных плоскостей; 

4 – отталкиваются. 

Как ведут себя атомы примеси при наличии винтовых дислокаций? 



1 – диффундируют от дислокаций; 

2 – не взаимодействуют с дислокациями; 

3 – диффундируют к дислокациям; 

4 – диффундируют по направлениям, зависящим от размеров атомов примеси. 

С чем могут взаимодействовать винтовые дислокации? 

1 – только между собой; 

2 – только с примесными атомами; 

3 – только с другими точечными дефектами; 

4 – с примесями, с другими точечными дефектами и с другими винтовыми дис-

локациями. 

Какого типа бывают винтовые дислокации? 

1 – только положительные; 

2 – только левые; 

3 – только отрицательные; 

4 – левые и правые; 

5 – положительные и отрицательные. 

30.У каких веществ имеется запрещённая зона в энергетической диаграмме? 

     1 – только у проводников; 

     2 – только у полупроводников; 

3 – только у диэлектриков; 

4 – у полупроводников и диэлектриков; 

5 – запрещённой зоны нет ни у каких веществ. 

 31. Какая из трёх энергетических зон (проводимости, валентная, запрещённая) 

полностью заполнена при Т=0
0
К? 

      1 – проводимости; 

      2 – валентная; 

      3 – запрещённая; 

      4 – все заполнены; 

      5 – все пустые. 

 32.  Какая из трёх энергетических зон (проводимости, валентная, запрещённая) 

полностью свободны при Т=0
0
К? 

      1 – только проводимости; 

      2 – только валентная; 

      3 –  только запрещённая; 

      4 –  проводимости и запрещённая; 

      5 –  валентная и проводимости. 

33. Какой характер имеет энергетический спектр изолированного атома? 

       1 – непрерывный; 

       2 – такой атом не имеет энергетического спектра; 

       3 – дискретный; 

       4 – квазинепрерывный. 

34. Имеются ли незаполненные уровни в энергетическом спектре изолированного 

атома? 

       1 – не имеются; 

       2 – имеются;  



       3 – такой атом не имеет энергетического спектра.  

35. Изменяется ли энергия электрона при переходе между атомами кристалличе-

ской решётки при обменном взаимодействии? 

 1 – такой переход невозможен; 

 2 – не изменяется; 

 3 – изменяется; 

 4 – изменяется только при увеличении температуры кристалла. 

36. При каких условиях происходит образование энергетических зон? 

 1 – при повышении температуры; 

 2 – при воздействии внешнего электрического поля; 

 3 – при сближении атомов до расстояний, характерных для кристаллов дан-

ного вещества; 

 4 – энергетические зоны не образуются.  

37. От чего зависит ширина запрещённой зоны? 

 1 – от размеров кристалла; 

 2 – от температуры; 

 3 – от природы атома и типа симметрии решётки; 

 4 – от степени возбуждения атомов кристалла. 

38. Чем определяется число энергетических уровней в каждой из зон? 

 1 – температурой кристалла; 

 2 – напряжённостью внешнего электрического поля; 

 3 – шириной  зоны; 

 4 – числом атомов, составляющих твёрдое тело. 

39. Какой характер спектра имеет энергетическая зона? 

 1 – квазинепрерывный; 

 2 – непрерывный; 

 3 – дискретный. 

40. Могут ли перемещаться по кристаллу электроны валентной зоны в диэлектри-

ке? 

 1 – не могут; 

 2 – могут; 

 3 – только в зону проводимости; 

 4 – только в более глубокие разрешённые зоны. 

41. Какова ширина запрещённой зоны у полупроводников? 

 1 – менее 5 эВ; 

 2 – более 5 эВ; 

 3 – менее 3 эВ; 

 4 – более 3 эВ. 

42. При каких условиях полупроводник может стать диэлектриком? 

 1 – при очень низких температурах; 

 2 – при очень высоких температурах; 

 3 – при воздействии электромагнитного излучения; 

 4 – при воздействии внешнего электрического поля. 

43. Каков характер проводимости у металлов? 

 1 – электронный; 



 2 – электронный и дырочный; 

 3 – дырочный; 

 4 – ионный. 

44. Каков характер проводимости у полупроводников? 

 1 – электронный; 

 2 – электронный и дырочный; 

 3 – дырочный; 

 4 – ионный. 

 

 

Раздел 2. Полупроводниковые материалы . 

 
1. У собственного полупроводника при t = 0

o
К заполнены зоны 

1 – валентная; 

2 – проводимости; 

3 – та и другая; 

4 – обе зоны не заполнены. 

 

2.  У р – полупроводников примесный уровень находится 

1 – в зоне проводимости; 

2 – в валентной зоне; 

3 – ниже дна зоны проводимости; 

4 – выше потолка валентной зоны. 

 

3. Для возникновения электрической проводимости полупроводника необхо-

димо соблюдение условий 

1 – наличие свободных носителей; 

2 – наличие незаполненных зон ; 

3 – наличие и свободных носителей, и незаполненных зон; 

4 –  наличие заполненных зон. 

 

4. У n – полупроводников примесный уровень находится 

1 – в зоне проводимости; 

2 – ниже дна зоны проводимости; 

3 – выше потолка валентной зоны; 

4 – в валентной зоне. 

 

5.  У какого полупроводника (Si, Ge, GaAs) шире запрещённая зона 

1 – Ge;  2 – Si;  3 – GaAs; 4 – у всех одинаковая. 

 

6.  р – полупроводник имеет примесь 

1 – донорную; 

2 – акцепторную; 

3 – оба типа примесей; 



4 – не имеет примесей. 

 

7.  n – полупроводник имеет примесь 

1 – донорную; 

2 – акцепторную; 

3 – оба типа примесей; 

4 – не имеет примесей. 

 

8.   р – кремний имеет 

1 – примесь третьей группы; 

2 – примесь пятой группы; 

3 – оба типа примесей; 

4 – не имеет примесей. 

 

9.  n – германий имеет 

1 – примесь третьей группы; 

2 – примесь пятой группы; 

3 – оба типа примесей; 

4 – не имеет примесей. 

 

10. Вырожденный полупроводник имеет 

1 – низкую концентрацию примеси; 

2 – высокую концентрацию примеси; 

3 – не имеет примесей. 

 

11. Примесь пятой группы 

1 – увеличивает дырочную проводимость; 

     2 – уменьшает дырочную проводимость; 

     3 – не изменяет проводимости; 

     4 – увеличивает электронную проводимость; 

     5 – уменьшает электронную проводимость. 

12. Примесь третьей группы 

 

1 – увеличивает дырочную проводимость; 

     2 – уменьшает дырочную проводимость; 

     3 – не изменяет проводимости; 

     4 – увеличивает электронную проводимость; 

     5 – уменьшает электронную проводимость. 

 

13. С ростом температуры проводимость собственного полупроводника 

     1 – растёт; 

     2 – не изменяется; 

     3 – уменьшается; 

     4 – начинает изменяться с некоторого порогового значения. 

 



14. Что такое собственный полупроводник? 

      1 – полупроводник с примесью пятой группы; 

      2 – полупроводник с примесью третьей группы; 

      3 – химически чистый полупроводник; 

      4 – химически чистый полупроводник только при температуре      абсо-

лютного нуля. 

Что является основными носителями в полупроводниках с донорной приме-

сью? 

1 – положительные ионы; 

2 – отрицательные ионы; 

3 – дырки; 

4 – электроны. 

 

Что является основными носителями в полупроводниках с акцепторной при-

месью? 

1 – положительные ионы; 

2 – отрицательные ионы; 

3 – дырки; 

4 – электроны. 

 

Какую валентность имеет донорная примесь для кремния и германия? 

1 – любую; 2 – четыре; 3 – три; 4 – пять; 5 – шесть. 

 

18.  Какую валентность имеет акцепторная примесь для кремния и германия? 

1 – любую; 2 – четыре; 3 – три; 4 – пять; 5 – шесть. 

 

19.  Могут ли электроны перемещаться в пределах заполненной энергетиче-

ской зоны? 

  1 – могут;  

  2 – не могут; 

  3 – только у потолка зоны; 

4 – только у дназоны. 

 

20.  Имеется ли запрещённая зона у металлов? 

  1 – имеется; 

  2 – имеется, но частично заполнена; 

  3 – не имеется. 

 

21.  Могут ли перекрываться частично заполненные зоны? 

  1 – не могут; 

  2 – могут ; 

  3 – могут, но только в диэлектриках; 

  4 – могут, но только в полупроводниках. 

 

22.  Где находится зона проводимости? 



  1 – нижевалентнойзоны; 

  2 – между валентной и запрещённой зонами; 

3 – вышезапрещённойзоны. 

23.  Является ли наличие свободных электронов достаточным условием для 

возникновения электрической проводимости? 

        1 – является; 

        2 – не является; 

        3 – проводимость не зависит от наличия свободных электронов; 

        4 – свободными электроны быть не могут 

. 

24.   У диэлектриков или полупроводников шире запрещённая зона? 

        1 – у полупроводников; 

        2 – у диэлектриков; 

        3 – одинаковая ; 

        4 – у них нет запрещённой зоны. 

 

25.   Что представляет собой неукомплектованная валентная связь в примес-

ных полупроводниках? 

         1 – положительный неподвижный заряд; 

         2 – отрицательный неподвижный заряд; 

         3 – положительный подвижный заряд; 

         4 – отрицательный подвижный заряд. 

 

26.   Что является основными носителями в собственных полупроводниках? 

         1 – только дырки’ 

         2 – дырки и электроны; 

         3 – положительные и отрицательные ионы; 

         4 – только электроны. 

 

27.   Чем отличаются отрицательный ион и электрон? 

         1 – величиной заряда; 

         2 – знаком заряда; 

         3 – ион подвижен, электрон неподвижен; 

         4 – ион неподвижен, электрон подвижен. 

 

28.   Чем отличаются положительный ион и дырка? 

         1 – ион неподвижен, дырка подвижна;  

         2 – знаком заряда; 

         3 – ион подвижен, дырка неподвижна; 

         4 – величиной заряда. 

 

29.  Чему эквивалентен суммарный ток всех электронов валентной зоны, 

имеющей одно вакантное состояние? 

          1 – нулю 

          2 – току, обусловленному движением одного электрона; 



          3 – току, обусловленному движением одной дырки; 

          4 – току, обусловленному движением всех электронов; 

          5 – току, обусловленному движением всех дырок. 

 

30. Какие уровни занимают электроны  валентной зоны в состоянии теплово-

го равновесия? 

          1 – распределены равномерно по уровням; 

          2 – наинизшие ; 

          3 – в соответствие с главным квантовым числом; 

          4 – наивысшие. 

 

31. Что представляют собой вакантные уровни валентной зоны, появляющие-

ся при температуре выше абсолютного нуля? 

           1 – свободные электроны; 

           2 – дырки ; 

           3 – неподвижные ионы. 

 

32. Где находится уровень Ферми собственного полупроводника при темпе-

ратуре выше абсолютного нуля? 

           1 – на дне зоны проводимости; 

           2 – на потолке валентной зоны; 

           3 – посередине запрещённой зоны; 

           4 – на потолке запрещённой зоны. 

 

33.     Где находится уровень Ферми донорного полупроводника при темпера-

туре перехода к собственной проводимости? 

         1 – совпадает с примесным уровнем; 

         2 – между примесным уровнем и дном зоны проводимости; 

         3 – в середине запрещённой зоны; 

         4 – у дна запрещённой зоны. 

 

34. Где находится уровень Ферми донорного полупроводника при температу-

ре истощения примеси? 

         1 – совпадает с примесным уровнем; 

         2 – между примесным уровнем и дном зоны проводимости; 

         3 – в середине запрещённой зоны; 

         4 – у дна запрещённой зоны. 

 

35. Где находится уровень Ферми акцекпторного полупроводника при темпе-

ратуре перехода к собственной проводимости? 

         1 – совпадает с примесным уровнем; 

         2 – между примесным уровнем и потолком валентной зоны; 

         3 – в середине запрещённой зоны; 

         4 – у дна запрещённой зоны. 

 



36. Где находится уровень Ферми акцепторного полупроводника при темпе-

ратуре истощения примеси? 

         1 – совпадает с примесным уровнем; 

         2 – между примесным уровнем и потолком валентной зоны; 

         3 – в середине запрещённой зоны; 

         4 – у дна запрещённой зоны. 

 

37. От чего зависит произведение концентраций дырок и электронов в леги-

рованном полупроводнике? 

         1 – от количества дырок; 

         2 – от количества электронов; 

         3 – от температуры; 

         4 – от ширины запрещённой зоны. 

 

38. Что происходит с примесным уровнем в сильно легированном полупро-

воднике? 

         1 – ничего не происходит; 

         2 – он размывается в зону; 

3 – он исчезает. 

 

39. Что такое компенсированные полупроводники? 

         1 – не имеющие легирующей примеси; 

         2 – имеющие высокую концентрацию примеси; 

         3 – имеющие и донорную, и акцепторную примеси; 

         4 – имеющие примесь только одного типа. 

 

40. У какого полупроводника – с широкой запрещённой зоной (Si) или узкой 

запрещённой зоной (Gе)  больше проводимость? 

         1 – проводимость не зависит от ширины запрещённой зоны; 

         2 – у кремния; 

         3 – у германия. 

 

41. У какого полупроводника – слабо легированного или сильно легирован-

ного – больше зависимость проводимости от температуры? 

         1 – слабо легированного; 

         2 – сильно легированного; 

    3 – не зависит от степени легирования. 

42. Как расположен уровень Ферми относительно кривой распределения 

Ферми – Дирака? 

               1 – смещён к области малых плотностей распределения; 

               2 – смещён к области больших плотностей распределения; 

      3 – симметричен относительно кривой распределения; 

      4 – уровень Ферми не является параметром этой функции.  

43. При какой температуре примесный полупроводник теряет свои свойства? 

                1 – при температуре истощения примеси; 



       2 – при температуре больше критической; 

       3 – при температуре перехода к собственной проводимости; 

       4 – при температуре более 100
0
 С. 

 

 

Раздел 3. Физические процессы в полупроводниках. 

 

1. При каких условиях может возникнуть диффузионный ток в полупро-

воднике? 

1 – при отсутствии внешних дестабилизирующих факторов; 

2 – при наличии внешнего электрического поля; 

3 – при наличие примесей или других дефектов; 

4 – при одновременном воздействии электрического и магнитно-

го полей. 

2. Как изменяется диффузионный ток при увеличении температуры? 

1 – растёт; 

2 – уменьшается; 

3 – остаётся неизменным. 

 

3. Как изменяется диффузионный ток при увеличении подвижности но-

сителей заряда? 

1 – растёт; 

2 – уменьшается; 

3 – остаётся неизменным. 

 

4. От чего зависит подвижность электронов и дырок? 

1 – только от температуры; 

2 – от температуры и ширины запрещённой зоны; 

3 – от наличия примесей; 

4 – только  от ширины запрещённой зоны. 

5. Как изменяется проводимость полупроводника при увеличении на-

пряжённости электрического поля? 

1 – растёт; 

2 – уменьшается; 

3 – остаётся неизменной; 

4 – остаётся неизменной до некоторой критической напряжённо-

сти, а далее растёт. 

6. За счёт чего изменяется концентрация носителей при термоэлектрон-

ной ионизации? 

1 – увеличения энергии ионизации в сильном электрическом по-

ле; 

2 – уменьшения энергии ионизации в сильном электрическом по-

ле; 

3 – увеличения температуры; 

4 – изменения концентрации примеси. 



7. При каких условиях возникает ударная ионизация в полупроводнике? 

1 – при высокой температуре; 

2 – при малых напряжённостях электрического поля; 

3 – при больших напряжённостях электрического поля; 

4 – в полупроводнике ударная ионизация невозможна. 

8. Как изменяется энергия электронов при туннелировании из валентной 

зоны в зону проводимости? 

1 – увеличивается; 

2 – уменьшается; 

3 – не изменяется; 

4 – подобные переходы в полупроводниках невозможны. 

9. От чего зависит напряжённость поля, при которой возникает туннель-

ный эффект? 

1 – от ширины запрещённой зоны: 

2 – от ширины валентной зоны; 

3 – от ширины зоны проводимости; 

4 – от типа проводимости полупроводника. 

10. В чём сущность эффекта Ганна?. 

1 – возникновение ВЧ колебаний в сильном электрическом поле; 

2 – изменение концентрации носителей; 

3 – изменение типа проводимости в сильном поле; 

4 – возникновение низкочастотных колебаний в сильном поле. 

11. Какова особенность вольт – амперной характеристики двухдолинных 

полупроводников? 

1 – ВАХ линейна; 

2 – имеет экспоненциальный характер; 

3 – имеет участок с отрицательным сопротивлением; 

4 – имеет максимум в области высокой напряжённости поля. 

12.  Что изменяется при переходе носителей из одной долины в другую в 

двухдолинных полупроводниках? 

1 – концентрация носителей; 

2 – подвижность носителей; 

3 – тип проводимости полупроводника; 

4 -  распределение носителей между долинами. 

13. Что такое электростатический домен?. 

1 – дипольный слой обеднённый носителями; 

2 – скопление электронов; 

3 – скопление дырок; 

4 – неподвижные ионы разных знаков. 

14. Где в  полупроводниковом кристалле может возникнуть электроста-

тический домен? 

1 – на поверхности; 

2 – в любом месте объёма кристалла; 

3 -  в том месте объёма кристалла, где есть дефект его структуры; 

4 – в полупроводнике электростатический домен не возникает.  



15. При каких условиях возникает эффект Холла в полупроводнике? 

1 – при пропускании тока через кристалл; 

2 – при воздействии магнитного поля; 

3 – при одновременном воздействии электрического напряжения 

и магнитного поля; 

4 – эффект Холла в полупроводнике невозможен. 

16. Что является причиной возникновения э.д.с. Холла в полупроводни-

ке? 

1 – отклонение движущихся зарядов в магнитном поле; 

2 – неравномерности структуры кристалла; 

3 – наличие примесного уровня в зонной диаграмме; 

4 – форма кристалла полупроводника. 

17. Чем определяется величина постоянной Холла для конкретного об-

разца кристалла полупроводника? 

1 -  длиной кристалла; 

2 – величиной накопленного заряда; 

3 – толщиной кристалла; 

4 – длиной кристалла и величиной накопленного заряда. 

18. Что можно определить по э.д.с. Холла? 

1 – только тип проводимости полупроводника; 

2 – только концентрацию примесей; 

3 – только подвижность носителей; 

4 – все указанные величины. 

19. Почему при пропускании тока через полупроводник, помещённый в 

магнитное поле, в нём возникает градиент температуры? 

1 – из – за воздействия магнитного поля; 

2 – из – за неоднородностей кристалла; 

3 – из – за преобладания одного из процессов (генерации и ре-

комбинации) на противоположных гранях кристалла; 

4 – температура полупроводника равномерна по всему объёму 

кристалла.  

20. В каких направлениях отклоняются движущиеся электроны и дырки в 

постоянном магнитном поле? 

1 – в случайных; 

2 – дырки и электроны отклоняются к противоположным граням 

прямоугольного кристалла; 

3 - дырки и электроны отклоняются к одной грани прямоугольно-

го кристалла; 

4 – подвижные заряды не отклоняются в магнитном поле. 

21. Какими процессами сопровождается поглощение света полупровод-

никами? 

1 – генерация носителей; 

2 – рекомбинация носителей; 

3 – поглощение энергии; 

4 – излучение энергии. 



22. Какими процессами сопровождается выделение света полупроводни-

ками? 

1 – генерация носителей; 

2 – рекомбинация носителей; 

3 – поглощение энергии; 

4 – излучение энергии. 

23. Что такое коэффициент поглощения света полупроводником? 

1 – изменение мощности светового потока на единицу пути; 

2 – изменение мощности светового потока на 1В приложенного 

напряжения; 

3 – изменение проводимости на единицу изменения светового по-

тока; 

4 – такого показателя нет. 

24. От чего зависит длина волны поглощаемого полупроводником света? 

1 – от типа проводимости полупроводника; 

2 – от ширины запрещённой зоны; 

3 – от ширины зоны проводимости: 

4 – от концентрации примеси; 

5 – от подвижности носителей. 

25.  От чего зависит длина волны излучаемого полупроводником света? 

1 – от типа проводимости полупроводника; 

2 – от ширины запрещённой зоны; 

3 – от ширины зоны проводимости: 

4 – от концентрации примеси; 

5 – от подвижности носителей. 

26.  Как соотносятся длины волн поглощаемого света при собственном и 

экситонном поглощении? 

1 – длина волны одинакова; 

2 – длина волны при собственном поглощении больше, чем при 

экситоном; 

3 - длина волны при собственном поглощении меньше, чем при 

экситоном; 

4 – экситонное поглощение не существует. 

27. Как соотносятся длины волн поглощаемого света при собственном 

и         примесном поглощении? 

1 – длина волны одинакова; 

2 – длина волны при собственном поглощении больше, чем при 

примесном; 

3 - длина волны при собственном поглощении меньше, чем при 

примесном; 

4 – примесное поглощение не существует. 

28. Как соотносятся длины волн излучаемого света при собственном и эк-

ситонном излучении? 

1 – длина волны одинакова; 



2 – длина волны при собственном излучении больше, чем при эк-

ситоном; 

3 - длина волны при собственном излучении меньше, чем при эк-

ситоном; 

4 – примесное излучение не существует. 

 

29. Как соотносятся длины волн излучаемого света при собственном и 

примесном излучении? 

1 – длина волны одинакова; 

2 – длина волны при собственном излучении больше, чем при 

примесном; 

3 - длина волны при собственном излучении меньше, чем при 

примесном; 

4 – примесное поглощение не существует. 

 

30. Что такое «красная граница» поглощаемого света? 

  1 – наибольшая длина волны света; 

  2 – наименьшая длина волны света; 

  3 – средняя длина волны спектра поглощения; 

  4 – наибольшая мощность поглощаемого света. 

31. Что такое «красная граница» излучаемого света? 

  1 – наибольшая длина волны света; 

  2 – наименьшая длина волны света; 

  3 – средняя длина волны спектра излучения; 

  4 – наибольшая мощность излучаемого света 

32.Какую полярность имеет экситон? 

  1 – положительную; 

  2 – отрицательную; 

  3 – экситон электрически нейтрален; 

  4 – экситон в полупроводниках невозможен. 

33.Что является причиной фотопроводимости полупроводников? 

  1 – появление нескомпенсированных носителей под действием 

электромагнитного излучения; 

  2 – внешнее электрическое поле; 

  3 – внешнее магнитное поле; 

  4 – радиоактивное излучение. 

34.Зависит ли фотопроводимость полупроводников от силы светового пото-

ка? 

  1 – не зависит; 

  2 – зависит; 

  3 – зависит только при малых световых потоках; 

4 – зависит только при больших световых потоках. 

35.Что происходит при образовании экситона? 

  1 – поглощение энергии; 

  2 – излучение энергии; 



  3 – появление новых носителей заряда; 

  4 – изменение концентрации примеси. 

36.Что происходит при аннигиляции экситона? 

  1 – поглощение энергии; 

  2 – излучение энергии; 

  3 – появление новых носителей заряда; 

  4 – изменение концентрации примеси. 

37.С какой энергетической зоной взаимодействуют ловушки захвата в полу-

проводнике? 

  1 – только с зоной проводимости; 

  2 – только с валентной зоной; 

  3 – либо с валентной зоной, либо с зоной проводимости; 

  4 – и с валентной зоной, и с зоной проводимости. 

38.Как влияет  наличие ловушек захвата на скорость рекомбинации? 

  1 – не влияет; 

  2 – уменьшает; 

  3 – увеличивает; 

  4 – ловушки захвата не участвуют в процессе рекомбинации. 

39.К чему может привести разность температур на противоположных сторо-

нах полупроводникового кристалла (эффект Зеебека)? 

  1 – к увеличению тока через кристалл; 

  2 – к появлению разности потенциалов на концах кристалла; 

  3 – к механической деформации кристалла; 

  4 – кристалл всегда равномерно нагревается. 

40.Чем определяется знак термо – ЭДС в полупроводнике? 

  1 – характером проводимости полупроводника; 

  2 – величиной температуры; 

  3 – направлением тока; 

  4 – полярностью внешнего источника напряжения. 

41.Какую размерность имеет коэффициент поглощения света в полупроводнике? 

  1 – этот коэффициент безразмерен; 

  2 – измеряется в процентах; 

  3 – 1/м, 1/см; 

  4 – в единицах силы света.   

42.На что расходуется энергия света, попадающего в полупроводник при собствен-

ном поглощении? 

  1 –  на перемещение электрона из зоны проводимости  в валентную зо-

ну; 

  2 – на перемещение электрона из валентной зоны  в зону проводимо-

сти; 

  3 - на перемещение электрона внутри валентной зоны; 

  4 - на перемещение электрона внутри зоны проводимости. 

43. Чем определяется максимальная длина волны при собственном поглощении 

света полупроводником? 

  1 – частотной характеристикой источника света; 



  2 – шириной запрещённой зоны; 

  3 – температурой; 

  4 – степенью заполнения зоны проводимости. 

44. Как изменяется характер поглощения света при наличии легирующих полупро-

водник примесей (примесное поглощение)? 

  1 – спектр поглощения не изменяется 

  2 – граница спектра поглощения сдвигается в область коротких волн 

  3 – граница спектра поглощения сдвигается в область длинных волн. 

45. Что происходит при выделении света полупроводником? 

  1 – электроны увеличивают свою энергию, переходя на более высокие 

энергетические уровни; 

  2 - электроны уменьшают свою энергию, переходя на более низкие 

энергетические уровни; 

  3 – электроны не изменяют своего энергетического состояния; 

  4 – полупроводники не могут излучать свет. 

46. Как изменяется энергетическое состояние электронов полупроводника, участ-

вующих при излучении света полупроводником? 

  1 - электроны уменьшают свою энергию, переходя на более низкие 

энергетические уровни; 

  2 – электроны не изменяют своего энергетического состояния; 

  3 – полупроводники не могут излучать свет; 

  4 – электроны увеличивают свою энергию, переходя на более высокие 

энергетические уровни. 

47. При каких процессах происходит излучение света полупроводником?  

  1 – при добавлении легирующей примеси; 

  2 – при генерации пары электрон – дырка; 

  3 – при регенерации пары электрон – дырка; 

  4 – при повышении температуры.   

48. Что такое внутренний фотоэффект? 

  1 – увеличение проводимости под воздействием света; 

  2 – уменьшение проводимости под воздействием света; 

  3 -  внутренний фотоэффект в полупроводниках не возникает. 

49. Необходим ли источник внешнего напряжения для возникновения фототока че-

рез фоторезистор? 

  1 –  необходим; 

  2 –  не нужен; 

  3 – только определённого напряжения. 

50. Зависит ли чувствительность фоторезистора от длины волны падающего света? 

  1 – не зависит; 

  2 – зависит, но при определённой интенсивности падающего света; 

  3 – зависит. 

51.Что такое экситон? 

  1 – положительный ион; 

  2 – отрицательный ион; 

  3 – единая связанная система электрон – дырка; 



  4 – определённая “порция” света; 

  5 – единица измерения подвижности электрона.  

 

Раздел 4.  Физические процессы на переходах различных материалов 

 

1. Чем образуется  неподвижный объёмный заряд при контакте металл – по-

лупроводник? 

1 – электронами; 

2 – дырками; 

3 – ионизированными атомами легирующей примеси.    

2. Где образуется обеднённый слой при контакте металл – полупроводник? 

1 – в металле; 

2 – в полупроводнике; 

3 – и в металле, и в полупроводнике; 

4 – такой слой не образуется. 

 

3. От чего увеличивается толщина обеднённого слоя в контакте металл – по-

лупроводник? 

1 – от повышения концетрации основных носителей в полу-

прводнике; 

2 – она неизменна; 

3 – от контактной разности потенциалов (при её увеличении); 

4 - от контактной разности потенциалов (при её уменьшении). 

4. Когда образуется обогащённый слой при контакте металл – n - полупро-

водник? 

1 – когда работа выхода из полупроводника больше работы вы-

хода из металла; 

2 – при таких контактах обогащённый слой не образуется; 

3 - когда работа выхода из полупроводника меньше работы выхо-

да из металла. 

5. Когда образуется обогащённый слой при контакте металл – p - полупро-

водник? 

1 – когда работа выхода из полупроводника больше работы вы-

хода из металла; 

2 – при таких контактах обогащённый слой не образуется; 

3 - когда работа выхода из полупроводника меньше работы выхо-

да из металла. 

6. Как образуется обратное включение перехода металл – полупроводник? 

1 – при подключении внешнего источника плюсом к металлу, а 

минусом к полупроводнику; 

2 – при любом подключении внешнего источника; 

3 – при подключении внешнего источника плюсом к  полупро-

воднику, а минусом к металлу. 

7. Как образуется прямое включение перехода металл – полупроводник? 



1 – при подключении внешнего источника плюсом к металлу, а 

минусом к полупроводнику; 

2 – при любом подключении внешнего источника; 

3 – при подключении внешнего источника плюсом к полупро-

воднику, а минусом к металлу. 

8. Как направлено внешнее поле при обратном включении контакта металл – 

полупроводник? 

1 – внешнее поле не влияет на проводимость контакта; 

2 – совпадает с контактной разностью потенциалов; 

3 – на встречу контактной разности потенциалов. 

9. Как направлено внешнее поле при прямом включении контакта металл – 

полупроводник? 

1 – внешнее поле не влияет на проводимость контакта; 

2 – совпадает с контактной разностью потенциалов; 

3 – на встречу контактной разности потенциалов. 

10. Какой переход образуется при диффузионном методе получения p – n пе-

рехода? 

1 – резкий; 

2 – плавный; 

3 – ступенчатый; 

4 – этот метод не используется для получения перехода. 

11. Какой переход образуется при эпитаксильном методе получения p – n пе-

рехода? 

1 – резкий; 

2 – плавный; 

3 – ступенчатый; 

4 – этот метод не используется для получения перехода. 

12. Чем образуется объёмный заряд в n – области при равновесном состоянии 

p – n перехода? 

1 – электронами; 

2 – положительными ионами; 

3 – дырками; 

 4 – отрицательными ионами. 

13. Чем образуется объёмный заряд в p – области при равновесном состоянии 

p – n перехода? 

1 – электронами; 

2 – положительными ионами; 

3 – дырками; 

 4 – отрицательными ионами. 

14. Куда направленно поле контактной разности потенциалов при равновес-

ном состоянии p – n перехода? 

1 – из n – области в p – область; 

2 – из p – области в n – область;  

3 – в равновесном состоянии контактная разность не образуется. 



15. В какой области полупроводника больше глубина проникновения кон-

тактного поля при равновесном состоянии p – n перехода? 

1 – в n – области ; 

2 – в p – области; 

3 – в той области, где больше примеси; 

4 – в той области, где меньше примеси 

16. Как соотносятся сопротивления области перехода и дальних от него об-

ластей полупроводника при равновесном состоянии p – n перехода? 

1 – сопротивление перехода больше сопротивления p–  иn – об-

ластей;  

2 – сопротивление перехода меньше сопротивления p–  иn – об-

ластей;   

3 – сопротивление перехода равно сопротивлению p–  иn – облас-

тей 

17.От чего уменьшается толщина обеднённого слоя в контакте металл – по-

лупроводник? 

1 – от повышения концетрации основных носителей в полупрводнике; 

2 – она неизменна; 

3 – от контактной разности потенциалов (при её увеличении); 

     4 - от контактной разности потенциалов (при её уменьшении). 

В какой области полупроводника локализовано электрическое поле с кон-

тактной разностью потенциалов при равновесном состоянии p – n пере-

хода? 

1 – в n – области; 

2 – в p – области;  

3 – в той области, где больше примеси; 

4 – в области перехода. 

Как направлены дрейфовый и диффузионный токи при равновесном состоя-

нии p – n перехода? 

1 – из n – области в p – область; 

2 – из  p – области в n – область; 

3 – в противоположных направлениях; 

4 – таких токов нет. 

Чем создаётся диффузионный ток при образовании равновесного состояния 

p – n перехода? 

1 – основными носителями; 

2 – неосновными носителями; 

3 – и основными, и неосновными носителями. 

21.Чем создаётся дрейфовый ток при образовании равновесного состояния p 

– n перехода? 

1 – основными носителями; 

2 – неосновными носителями; 

3 – и основными, и неосновными носителями. 

22. Каким сопротивлением обладает омический контакт? 



1 – его сопротивление равно объёмному сопротивлению полупровод-

ника; 

2 – его сопротивление велико и зависит от направления включения 

внешнего источника напряжения; 

3  – его сопротивление мало и не зависит от направления включения 

внешнего источника напряжения. 

23. Какая область создаётся на границе металл – полупроводник в местах 

присоединения диода к внешней цепи? 

1 – обеднённая ; 

2 – обогащённая; 

3 – область омического контакта; 

4 – область выпрямляющего контакта 

24. Какое включение p – n перехода считается прямым? 

1 – когда внешний источник присоединяется плюсом к n – области, а 

минусом – к p – области; 

2 – при отсутствии внешнего источника напряжения; 

3 – при любой полярности внешнего источника; 

4 – когда внешний источник присоединяется плюсом к p – области, а 

минусом – к n – области. 

25.Какое включение p – n перехода считается обратным? 

1 – когда внешний источник присоединяется плюсом к n – области, а 

минусом – к p – области; 

2 – при отсутствии внешнего источника напряжения; 

3 – при любой полярности внешнего источника; 

4 – когда внешний источник присоединяется плюсом к p – области, а 

минусом – к n – области. 

26.Что влияет на величину барьерной (зарядовой) ёмкости? 

1 – только площадь перехода; 

2 – только тип полупроводника; 

3 –  только толщина слоя объёмного заряда; 

4 – всевышеназванныепараметры. 

27. Какое явление происходит в p – n переходе под действием прямого 

смещения? 

1 – экстракция основных носителей; 

2 – инжекция неосновных носителей; 

3 – экстракция неосновных носителей; 

4 – инжекция основных носителей.  

28. Какое явление происходит в p – n переходе под действием обратного 

смещения? 

1 – экстракция основных носителей; 

2 – инжекция неосновных носителей; 

3 – экстракция неосновных носителей; 

4 – инжекция основных носителей.  

29. Чем обусловлена диффузионная ёмкость p – n перехода? 



1 – накоплением заряда основных носителей при прямом смеще-

нии; 

2 – рассасыванием заряда основных носителей при обратном 

смещении; 

3 – накоплением заряда неосновнных носителей при прямом 

смещении и рассасыванием его при обратном смещении; 

4 – накоплением заряда основнных носителей при прямом сме-

щении и рассасыванием его при обратном смещении. 

30. Как можно уменьшить диффузионную ёмкость p – n перехода? 

1 – уменьшением площади перехода; 

2 -  уменьшением концентрации легирующей примеси; 

3 – уменьшением времени жизни избыточных неосновных носи-

телей; 

4 – изменениемнапряжениявнешнегоисточника. 

31. Имеется ли диффузионная ёмкость в переходах металл – полупровод-

ник? 

1 – только при прямом включении; 

2 – только в равновесном состоянии; 

3 – не имеется; 

4 – только при обратном включении. 

32. Где преимущественно расположен p – n переход, если концентра-

ция доноров в сто раз больше концентрации акцепторов? 

1 – в p – области; 

2 – в n – области; 

3 – в обеих областях равномерно; 

4 – в таком случае переход не образуется. 

33. Где преимущественно расположен p – n переход, если концентрация 

доноров в сто раз меньше концентрации акцепторов? 

     1 – в p – области; 

     2 – в n – области; 

     3 – в обеих областях равномерно; 

4 – в таком случае переход не образуется. 

34. Каково соотношение концентраций донорной и акцепторной примесей 

при симметричном p – n переходе? 

  1 – концентрация доноров больше концентрации акцепторов; 

  2 – концентрация акцепторов больше концентрации доноров; 

  3 – концентрации доноров и акцепторов равны. 

35. Каково соотношение концентраций донорной и акцепторной примесей 

при несимметричном p – n переходе? 

1 – концентрация доноров всегда больше концентрации акцепто-

ров; 

  2 – концентрация акцепторов всегда больше концентрации доно-

ров; 

  3 – концентрации доноров и акцепторов равны; 

  4 – или больше доноров, или больше акцепторов. 



36. Чем образуется гомогенный p – n переход? 

  1 – полупроводниками одной природы; 

  2 – полупроводниками разной природы; 

  3 - металлом и полупроводником; 

  4 – таких переходов не существует. 

37. Чем образуется гетерогенный p – n переход? 

1 – полупроводниками одной природы; 

  2 – полупроводниками разной природы; 

  3 - металлом и полупроводником; 

  4 – таких переходов не существует. 

38. От чего зависит величина контактной разности потенциалов p – n пе-

рехода? 

  1 – температуры полупроводника; 

  2 – типа проводимости; 

  3 – ширины запрещённой зоны; 

  4 – площади перехода; 

  5 – толщины перехода. 

39. Как изменяется толщина p – n перехода при прямом включении по от-

ношению к равновесному состоянию? 

  1 – уменьшается; 

  2 – увеличивается; 

  3 – не изменяется; 

  4 – увеличивается при напряжении большем порогового. 

40. Как изменяется толщина p – n перехода при обратном включении по 

отношению к равновесному состоянию? 

  1 – уменьшается; 

  2 – увеличивается; 

  3 – не изменяется; 

  4 – увеличивается при напряжении большем порогового 

41. Как изменяется высота потенциального барьера при прямом включе-

нии  p – n перехода по отношению к равновесному состоянию? 

  1 – уменьшается; 

  2 – увеличивается; 

  3 – не изменяется; 

  4 – увеличивается при напряжении большем порогового 

42. Как изменяется высота потенциального барьера при обратном включе-

нии p – n перехода по отношению к равновесному состоянию? 

  1 – уменьшается; 

  2 – увеличивается; 

  3 – не изменяется; 

  4 – увеличивается при напряжении большем порогового 

43. Как расположены уровни Ферми в – р и  –n областях при равновесном 

состоянии p – n перехода? 

  1 – в  -р области выше, чем в  -n области; 

  2 – в  -n области выше, чем в –р области; 



  3 – уровни Ферми совпадают; 

  4 – в зонной диаграмме перехода нет уровней Ферми. 

44. Как расположены  уровни Ферми в – р и – n областях при прямом 

включенииp – n перехода? 

  1 – в  -р области выше, чем в  -n области; 

  2 – в  -n области выше, чем в –р области; 

  3 – уровни Ферми совпадают; 

  4 – в зонной диаграмме перехода нет уровней Ферми. 

45. Какими носителями создаётся прямой ток в p – n переходе? 

  1 – только дырками; 

  2 – только электронами; 

  3 – основными; 

  4 – неосновными; 

  5 – и дырками, и электронами. 

46. Какими носителями создаётся обратный ток в p – n переходе? 

  1 – только дырками; 

  2 – только электронами; 

  3 – основными; 

  4 – неосновными; 

  5 – и дырками, и электронами. 

47. Какой из трёх видов пробоя перехода (туннельный, лавинный или теп-

ловой) является необратимым? 

  1 – туннельный; 

  2 – лавинный; 

  3 – тепловой; 

  4 – все необратимы; 

  5 – все обратимы. 

48. При каком включении p – n перехода может возникнуть его пробой? 

  1 – при прямом; 

  2 – при обратном; 

  3 – при любом; 

  4 – пробой не возникает при любом включении. 

49. В переходах каких размеров наиболее вероятен лавинный пробой? 

  1 – в узких; 

  2 – в широких; 

  3 – в любых; 

  4 – такой пробой невозможен. 

50. В переходах каких размеров наиболее вероятен туннельный пробой? 

  1 – в узких; 

  2 – в широких; 

  3 – в любых; 

  4 – такой пробой невозможен. 

51. При больших концентрациях примесей какой вид пробоя p – n перехо-

да наиболее вероятен? 

  1 – туннельный; 



  2 – лавинный; 

  3 – тепловой; 

  4 – все равновероятны. 

52. При относительно малых концентрациях примесей какой пробой p – n 

перехода наиболее вероятен? 

  1 – туннельный; 

  2 – лавинный; 

  3 – тепловой; 

  4 – все равновероятны. 

53. При каких условия возникают колебания в лавинно – пролётном дио-

де? 

  1 – при прямом включении; 

  2 – при обратном включении; 

  3 – при помещении его в ВЧ резонатор; 

  4 – при обратном включении и помещении его в ВЧ резонатор; 

  5 – колебания не возникают ни при каких условиях. 

54. Где расположен слой умножения в лавинно – пролётном диоде? 

  1 – в –р области; 

  2 – в –nобласти; 

  3 – в узкой области вблизи металлургической границы; 

  4 – по всей ширине перехода. 

55. Чем определяется пролётное время в лавинно – пролётном диоде? 

  1 – скоростью дрейфа; 

  2 – скоростью дрейфа и шириной области пролёта; 

  3 – шириной области пролёта; 

  4 – шириной –р и –n областей. 

56. Какова разность фаз тока и напряжения в лавинно – пролётном диоде? 

  1 – 90
0
 ; 

  2 – 180
0
 ; 

  3 – 270
0
 ; 

  4 – 0
0
 . 

57. На чём основано действие светодиодов? 

  1 – на инжекции неосновных носителей; 

  2 – инжекции неосновных носителей и рекомбинации избыточ-

ных электронов и дырок; 

  3 – инжекции основных носителей; 

  4 – экстракции основных носителей. 

58. Какое включение является рабочим для светодиода? 

  1 – прямое; 

  2 – обратное; 

  3 – оба направления. 

59. Зачем при работе светодиода на переменном токе последовательно с 

ним включается выпрямительный диод? 

  1 – для  ограничения прямого тока; 

  2 – в качестве нагрузки; 



  3 – для ограничения обратного напряжения; 

  4 – такое включение невозможно. 

60. Что такое фотогальванические преобразователи? 

  1 – преобразователи электрического тока в свет; 

  2 – преобразователи света в электрический ток; 

  3 – преобразователи свет – ток – свет; 

  4 – таких преобразователей не существует. 

61. Как распределяется избыточный заряд в фотоэлементах? 

  1 – плюсом в –р области, минусом в –nобласти; 

  2 – плюсом в  –nобласти, минусом в –р области; 

  3 – целиком в  –nобласти; 

  4 – целиком в –р области. 

62. Как фото –э.д.с. влияет на контактную разность потенциала? 

  1 – уменьшают; 

  2 – увеличивают; 

  3 – не изменяют. 

63. Обладают ли фотоэлементы избирательностью к спектру облучающего 

света? 

  1 – они  избирательны  к частоте света; 

  2 – избирательности к частоте света нет; 

  3 – они чувствительны только к белому свету. 

64. Какое включение является рабочим для фотодиода? 

  1 – прямое; 

  2 – обратное; 

  3 – оба направления. 

65. Какой участок ВАХ фотодиода является рабочим? 

  1 – начальный; 

  2 – вся характеристика; 

  3 – насыщения; 

  4 – пробоя. 

 

Раздел 5. Взаимодействие двух и более электронно – дырочных перехо-

дов. 

1. Чем обусловлены усилительные свойства биполярного транзистора? 

1 – наличием двух источников питания; 

2 – наличием двух независимых переходов, управляемых внешним 

сигналом; 

3 – наличием двух взаимосвязанных переходов, один из которых 

управляется внешним сигналом;  

4 – использованием носителей зарядов обеих знаков. 

2. Какая область в биполярном транзисторе создаёт поток носителей? 

1 – база и эмиттер; 

2 – эмиттер; 

3 – коллектор и эмиттер; 

4 – коллектор; 



5 – база. 

3. Какая область биполярного транзистора является управляющей? 

1 – база и эмиттер; 

2 – эмиттер; 

3 – коллектор и эмиттер; 

4 – коллектор; 

5 – база. 

4. Чем создаётся ток эмиттера в транзисторе с р – n – р структурой? 

1 – дырками; 

2 – электронами; 

3 – положительными ионами; 

4 – отрицательными ионами; 

5 – и дырками, и электронами. 

5. Чем создаётся ток эмиттера в транзисторе с n – p – nструктурой? 

1 – дырками; 

2 – электронами; 

3 – положительными ионами; 

4 – отрицательными ионами; 

5 – и дырками, и электронами. 

6.  Какая из областей транзистора имеет наибольшее сопротивление? 

1 – база и эмиттер; 

2 – эмиттер; 

3 – коллектор и эмиттер; 

4 – коллектор; 

5 – база. 

7. Какова полярность источников питания, подключаемых к биполяр-

номур – n – р транзистору в активном режиме ( относительно эмит-

тера)? 

1 – плюс на коллектор, минус на базу; 

2 – плюс и на коллектор, и на базу; 

3 – минус и на коллектор, и на базу; 

4 – минус на коллектор, плюс на базу. 

8. Какова полярность источников питания, подключаемых к 

биполярномуn – p – nтранзистору в активном режиме (относительно 

эмиттера)? 

1 – плюс на коллектор, минус на базу; 

2 – плюс и на коллектор, и на базу; 

3 – минус и на коллектор, и на базу; 

4 – минус на коллектор, плюс на базу. 

9. Какова величина коэффициента передачи тока эмиттера (α)? 

1 – произвольная; 

2 – всегда больше единицы; 

3 – всегда меньше единицы; 

4 – в зависимости от тока эмиттера. 

10.  Какова величина  коэффициента передачи тока базы (β)? 



1 – произвольная; 

2 – всегда больше единицы; 

3 – всегда меньше единицы; 

4 – в зависимости от тока эмиттера 

11.  Чем управляется обратный (начальный) ток коллектора? 

1 – током базы; 

2 – током эмиттера; 

3 – напряжением на коллекторе; 

4 – напряжением на базе; 

5 – он неуправляем. 

12. Какая схема включения транзистора обладает наибольшим входным со-

противлением? 

      1 – ОБ;  2 – ОЭ;  3 – ОК;  4 – все одинаковые. 

13. Какая схема включения транзистора обладает наибольшим выходным со-

противлением? 

      1 – ОБ;  2 – ОЭ;  3 – ОК;  4 – все одинаковые. 

14. Какая схема включения транзистора обладает наибольшим  усилением по 

току? 

     1 – ОБ;  2 – ОЭ;  3 – ОК;  4 – все одинаковые. 

15. Какая схема включения транзистора обладает наибольшим усилением по 

напряжению? 

     1 – ОБ;  2 – ОЭ;  3 – ОК;  4 – все одинаковые. 

16. Какая схема включения транзистора обладает наибольшим усилением по 

мощности? 

     1 – ОБ;  2 – ОЭ;  3 – ОК;  4 – все одинаковые. 

17.  В каком режиме через транзистор протекает максимальный ток? 

     1 – в режиме отсечки; 

     2 – в режиме насыщения; 

     3 – в линейном режиме; 

     4 – ток всегда одинаков. 

18.  В каком режиме через транзистор протекает минимальный ток? 

     1 – в режиме отсечки; 

     2 – в режиме насыщения; 

     3 – в линейном режиме; 

     4 – ток всегда одинаков. 

19. Что является параметром для семейства входных статических характери-

стик транзистора, включённого по схеме с ОЭ? 

      1 – ток базы; 

      2 – напряжение база – эмиттер; 

      3 – ток коллектора; 

      4 - напряжение коллектор – эмиттер; 

      5 – ток эмиттера. 

20.Что является параметром для семейства выходных статических характери-

стик транзистора, включённого по схеме с ОЭ? 



      1 – ток базы; 

      2 – напряжение база – эмиттер; 

      3 – ток коллектора; 

      4 - напряжение коллектор – эмиттер; 

      5 – ток эмиттера. 

21. Зависит ли коэффициент передачи базового тока от частоты? 

      1 – не зависит; 

      2 – зависит только на высоких частотах; 

      3 - зависит только на низких частотах; 

      4 – зависит. 

22. Быстродействие какого транзистора больше р-n-p или n-p-n структур? 

      1 - р-n-p; 

      2 - n-p-n; 

      3 – одинаковое. 

23. Быстродействие какого транзистора меньше р-n-p или n-p-n структур? 

      1 - р-n-p; 

      2 - n-p-n; 

      3 – одинаковое. 

24. Чем отличаются транзисторы  р-n-p и n-p-n структур? 

        1 – коэффициентом усиления по току; 

        2 – быстродействием; 

        3 – направлениями токов и напряжений; 

        4 – направлениями токов и напряжений и быстродействием; 

        5 – коэффициентом усиления по мощности. 

25.Напряжение какой полярности на базе р-n-p транзистора открывает его 

(схема с ОЭ)? 

        1 – плюс;  2 – минус;  3 – переменное;  4 – не подаётся. 

26.Напряжение какой полярности на базе р-n-p транзистора закрывает его 

(схема с ОЭ)? 

        1 – плюс;  2 – минус;  3 – переменное;  4 – не подаётся.  

27.Напряжение какой полярности на базе n-p-n транзистора открывает его 

(схема с ОЭ)? 

        1 – плюс;  2 – минус;  3 – переменное;  4 – не подаётся. 

28.Напряжение какой полярности на базе n-p-n транзистора закрывает его 

(схема с ОЭ)? 

        1 – плюс;  2 – минус;  3 – переменное;  4 – не подаётся. 

29.Напряжение какой полярности подключается к коллектору р-n-p транзи-

стора?  

        1 – плюс;  2 – минус;  3 – переменное;  4 – не подаётся. 

30.Напряжение какой полярности подключается к коллектору n-p-n транзи-

стора? 

        1 – плюс;  2 – минус;  3 – переменное;  4 – не подаётся. 

30. Как изменится входная характеристика р-n-p транзистора при подаче 

на коллектор отрицательного напряжения? 



31. Как проявляется в транзисторе внутренняя обратная связь? 

32. Что происходит с выходной характеристикой при увеличении тока 

базы транзистора? 

33. Что происходит с выходной характеристикой при уменьшении тока 

базы транзистора? 

34. В каком режиме коллекторный ток транзистора максимальный ( 

схема с ОЭ)? 

35.В каком режиме коллекторный ток транзистора минимальный ( схема 

с ОЭ)? 

36. В какой схеме включения (ОЭ или ОБ) транзистора больше обрат-

ный ток коллектора? 

37. Что происходит с коэффициентом передачи тока базы при увеличе-

нии частоты? 

38.Что происходит с коэффициентом передачи тока эмиттера при уве-

личении частоты? 

39. Какое влияние оказывает барьерная ёмкость коллекторного перехода 

на частотную характеристику транзистора? 

40. Что такое ключевой режим работы транзистора? 

41. Какую форму имеет входной сигнал при ключевом режиме работы 

транзистора? 

42. Каким временным параметром характеризуется передний фронт им-

пульса коллекторного тока в ключевом режиме работы транзистора? 

43. Каким временным параметром характеризуется задний фронт им-

пульса коллекторного тока в ключевом режиме работы транзистора? 

44. Какие носители заряда используются в полевых транзисторах? 

45. В каком направлении включается р-n переход полевого транзистора 

с управляющим переходом?. 

46. В каком режиме работает полевой транзистор с изолированным за-

твором и встроенным каналом? 



47. В каком режиме работает полевой транзистор с изолированным за-

твором и индуцированным каналом? 

48. Что представляет собой входная характеристика полевого транзи-

стора? 

49. На какой вывод полевого транзистора подаётся входной сигнал? 

50. Какой проводимостью обладает индуцированный в р – подложке ка-

нал полевого транзистора с изолированным затвором? 

51. Какой проводимостью обладает индуцированный в n – подложке ка-

нал полевого транзистора с изолированным затвором? 

52. В каком режиме работает полевой транзистор с управляющим р-n 

переходом? 

53. В каком состоянии может находиться тиристор? 

54. Чем отличается тиристорный ключ от транзисторного? 

55. Каково сопротивление структуры тиристора при подаче напряжения 

плюсом на анод, минусом на катод и отсутствии управляющего импуль-

са? 

56. Каково сопротивление структуры тиристора при подаче напряжения 

минусом на анод, плюсом на катод и отсутствии управляющего импуль-

са? 

57. Почему для перехода тиристора в открытое состояние достаточно 

короткого управляющего импульса? 

Раздел 6. Физические процессы в вакууме и газах 

1. Если электрон вылетел из катода в направлении анода, то равномерное 

электрическое поле в промежутке анод – катод является для него: 

    1 – тормозящим; 

    2 – ускоряющим; 

    3 – поле не действует на электрон. 

2. Если электрон вылетел из анода в направлении катода, то равномерное 

электрическое поле в промежутке анод – катод является для него: 

    1 – тормозящим; 

    2 – ускоряющим; 

    3 – поле не действует на электрон. 



3. Если электрон попал в промежуток анод – катод под прямым углом к си-

ловым линиям электрического поля с начальной скоростью v, то далее он бу-

дет двигаться: 

    1 – по прямой в сторону анода; 

    2 – по прямой в сторону катода; 

    3 – по параболе в сторону анода; 

    4 – по параболе в сторону катода; 

    5 – по кругу. 

4. Если электрон попал в промежуток анод – катод под прямым углом к си-

ловым линиям электрического поля с начальной скоростью v, то его ско-

рость: 

    1 – уменьшится; 

    2 – увеличится; 

    3 – не изменится; 

    4 – станет равной нулю. 

5. Электрон входит в электрическое поле со скоростью v перпендикулярно 

силовым линиям. Его конечная скорость зависит: 

    1 – только от начальной скорости; 

    2 – только от приложенной к промежутку анод – катод разности потенциа-

лов; 

    3 – скорость не изменяется в поле; 

    4 – и от начальной скорости, и от разности потенциалов.  

6. Расстояние между плоскими анодом и катодом 0,1 см, напряжение, прило-

женное к аноду 100В. Какова будет скорость электрона у анода, если его на-

чальная скорость равна нулю? 

     1 – 100 км / сек; 

     2 – 1000 км/ сек; 

     3 – 6000 км/ сек; 

     4 – 625 км/ сек; 

     5 – 15000 км/ сек. 

7. Расстояние между плоскими анодом и катодом 0,01 см, напряжение, при-

ложенное к аноду 100В. Какова будет скорость электрона у анода, если его 

начальная скорость равна нулю? 

     1 – 100 км / сек; 

     2 – 1000 км/ сек; 

     3 – 6000 км/ сек; 

     4 – 625 км/ сек; 

     5 – 15000 км/ сек. 

8. Расстояние между плоскими анодом и катодом 0,1 см, напряжение, прило-

женное к аноду 625В. Какова будет скорость электрона у анода, если его на-

чальная скорость равна нулю? 

     1 – 100 км / сек; 

     2 – 1000 км/ сек; 

     3 – 6000 км/ сек; 

     4 – 625 км/ сек; 



     5 – 15000 км/ сек. 

9. Расстояние между плоскими анодом и катодом 0,01 см, напряжение, при-

ложенное к аноду 625В. Какова будет скорость электрона у анода, если его 

начальная скорость равна нулю? 

     1 – 100 км / сек; 

     2 – 1000 км/ сек; 

     3 – 6000 км/ сек; 

     4 – 625 км/ сек; 

     5 – 15000 км/ сек. 

10. Неподвижный электрон вводится в постоянное равномерное магнитное 

поле. Какова траектория его движения? 

      1 – остаётся неподвижным; 

      2 – движется вдоль силовых линий поля; 

      3 – движется по кругу; 

      4 – движется по спирали. 

11. Электрон с ненулевой начальной скоростью вводится в магнитное поле в 

направлении силовых линий этого поля. Какова траектория его движения? 

      1 – остаётся неподвижным; 

      2 – движется вдоль силовых линий поля; 

      3 – движется по кругу; 

      4 – движется по спирали. 

12. Электрон с ненулевой начальной скоростью вводится в магнитное поле в 

направлении перпендикулярном силовым линиям этого поля. Какова траек-

тория его движения? 

      1 – остаётся неподвижным;   

      2 – движется вдоль силовых линий поля; 

      3 – движется по кругу; 

      4 – движется по спирали. 

13. Электрон с ненулевой начальной скоростью вводится в магнитное поле 

под углом к  силовым линиям этого поля. Какова траектория его движения? 

      1 – остаётся неподвижным; 

      2 – движется вдоль силовых линий поля; 

      3 – движется по кругу; 

      4 – движется по спирали. 

14. Какое действие оказывает на поток электронов сходящееся ускоряющее 

электрическое поле? 

       1 – такое поле не действует на электроны; 

       2 – поток электронов увеличивает скорость не изменяя траектории; 

       3 – поток электронов фокусируется; 

       4 – поток электронов уменьшает скорость не изменяя траектории; 

       5 – поток электронов рассеивается. 

15. Какое действие оказывает на поток электронов сходящееся тормозящее 

электрическое поле? 

       1 – такое поле не действует на электроны; 

       2 – поток электронов увеличивает скорость не изменяя траектории; 



       3 – поток электронов фокусируется; 

       4 – поток электронов уменьшает скорость не изменяя траектории; 

       5 – поток электронов рассеивается. 

   16. Какое действие оказывает на поток электронов расходящееся ускоряю-

щее электрическое поле? 

       1 – такое поле не действует на электроны; 

       2 – поток электронов увеличивает скорость не изменяя траектории; 

       3 – поток электронов фокусируется; 

       4 – поток электронов уменьшает скорость не изменяя траектории; 

5 – поток электронов рассеивается. 

17. Какое действие оказывает на поток электронов расходящееся тормозящее 

электрическое поле? 

       1 – такое поле не действует на электроны; 

       2 – поток электронов увеличивает скорость не изменяя траектории; 

       3 – поток электронов фокусируется; 

       4 – поток электронов уменьшает скорость не изменяя траектории; 

       5 – поток электронов рассеивается. 

18. По какой траектории движется электрон во взаимно перепендикулярных 

статических электрическом и магнитном полях, если его начальная скорость 

равна нулю? 

19. По какой траектории движется электрон во взаимно перепендикулярных 

статических электрическом и магнитном полях, если его начальная скорость 

не равна нулю и направлена перпендикулярно общей плоскости этих полей? 

20. Какое действие оказывает переменное электрическое поле на поток элек-

тронов вводимых в зазор, где действует это поле? 

 

21. Под воздействием чего возникает термоэлектронная эмиссия? 

1 – нагревания металла; 

2 – сильного электрического поля; 

3 – сильного магнитного поля; 

4 – направленного потока электронов. 

22. Под воздействием чего возникает автоэлектронная эмиссия? 

     1 – нагревания металла; 

2 – сильного электрического поля; 

3 – сильного магнитного поля; 

4 – направленного потока электронов. 

23. Под воздействием чего возникает вторичная электронная эмиссия? 

1 – нагревания металла; 

2 – сильного электрического поля; 

3 – сильного магнитного поля; 

4 – направленного потока электронов. 

24. Какой тип электронной эмиссии наиболее часто используется в вакуум-

ных приборах? 

1 – вторичная эмиссия; 

2 – автоэлектронная эмиссия; 



3 – термоэлектронная эмиссия; 

4 – эмиссия электронов под воздействием магнитного поля. 

 

Критерии выставления оценки студенту на экзамене 

по дисциплине «Электроника» 

Баллы 

(рей-

тинго-

вой 

оценки) 

Оценка экза-

мена (стан-

дартная) 

Требования к сформированным компетенциям 

100-85 «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, по-

следовательно, чётко и логически стройно его излагает, уме-

ет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляет-

ся с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причём не затрудняется с ответом при видоизмене-

нии заданий, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приёмами выполнения 

практических задач. 

85-76 «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твёрдо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не до-

пуская существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми на-

выками и приёмами их выполнения. 

75-61 
«удовлетвори-

тельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

он имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает не точности, недостаточно правиль-

ные формулировки, нарушения логической последователь-

ности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ.  

60-50 
«неудовлетво-

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, ко-

торый не знает значительной части программного материа-



ла, допускает существенные ошибки, неуверенно, с больши-

ми затруднениями выполняет практические работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

 


